Katalog sowjetischer
Halbleiterbauelemente

Der hiermit unseren Lesern vorgelegte Katalog sowjetischer Transistoren,
Dioden und integrierter Schaltkreise ist das Resultat enger Zusammen-
arbeit zwischen dem VEB Elektronikhandel Berlin und der Redaktion der
Zeitschrift radio fernsehen elektronik. Unser gemeinschaftliches Ziel ist
es, die vorhandene Information iiber die sowjetischen Halbleiterbauele-
mente in handlicher, praktischer Form den Interessenten zur Verfligung
zu stellen. ; '

Die enge Zusammenarbeit mit der Sowjetunion auf politischem, wirt-
schaftlichem und technischem Gebiet ist beschlossene und seit Jahrzehn-
ten durchgefithrte Politik unseres Staates und der Partei der Arbeiter-
klasse. Aber gerade auf technischem Gebiet muB dazu gine Vorausset-
zung erfiillt sein: das Vorhandensein technischer Informationen.

Nun behaupten wir nicht, daB wir mit diesem Katalogheft die ersten In-
fnrmutiana{‘n liber die sowjetische bulbleiteﬂe&nik geben. Auch die Zeit,
wo es in jedem Anwenderwerk in dér DDR genau einen Katalog sowje-
tischer Halbleiterbauelemente gab, der — wie konnte es anders sein —
sorgfdltig im Schreibtisch des Technischen Direktors aufbewahrt wurde,
ist schon lange vorbei. Es gibt Kataloge des VEB Elektronikhandel Berlin,

es gibt Kataloge der sowjetischen Handelsvertretung, und wir sind unbe- .

scheiden genug zu erwéhnen, daB es seit Jahren Halbleiterinformationen
in der Zeitschrift rfe gibt, in denen ebenfalls schon seit Jahren von Kolle-
gen des VEB Elektronikhandel Berlin und des Kombinat VEB Halbleiter-

werk Frankfurt/O. sowjetische Halbleiterbauelemente vorgestellt werden.

Aber nach unseren Erfahrungen sind die vorhandenen Informationen
quantitativ hicht ausreichend. Wenn die vorhandenen Méglichkeiten der
Zusammenarbeit UdSSR-DDR auf dem Gebiet der Halbleitertechnik
wirklich ausgeschépft werden sollen, dann muB jeder Ingenieur die Daten
der sowjetischen Halbleiterbauelemente in der Schublade seines Schreib-
tisches haben. So reifte der Gedanke heran, diese Daten in einem Heft
von rfe zusammenzufassen; als wir dann das Material zusammengestel!t
hatten, ergab sich, doB ein normales Heft bei weitem nicht ausreichte,
um es den Lesern zu prasentieren. Da wir es fiir unglinstig, d.h. im
Gebrauch fiir unpraktisch hielten, das Material in zwei Heften zu verdf-
fentlichen, erscheint es jetzt geschlossen in .dem vorliegenden Doppel-
heft. ¥

Auf den vorhergehenden Seiten hat der Minister fiir Elektrotechnik/Elek-
tronik, Gen. Steger, auf die groBen Aufgaben hingewiesen, die der IX. Par-
teitag dem [ndustriebereich gestellt hat. Diese Aufgaben kann die Indu-
strie der DDR nicht allein |8sen. Sie sind nur'zu erfiillen in enger Zusam-
menarbeit mit allen RGW-Léndern, wobei die Zusammenarbeit mit der
Sowjetunion eine besondere und entscheidende Rolle spielt. \Hir, d. h. die
Koltegen des VEB Elektronikhandel Berlin und der Redaktion radio fern-
sehen elektronik, glauben daher, mit unserem Katalogheft zur Lésung der
vom IX. Parteitag gestellten Aufgabe sinnvoll beizutragen.

Bestellungen industrieller Anwender zu den im Katalogheft aufgefiihrten
Typen fiir themengebundenen Forschungs- und Entwicklungsbedarf sind
on den VEB Elektronikhandel Berlin, fiir Produktions- und Ersatzbedarf an
den Erzeugnisgruppenleitbetrieb zu richten,

1. Dunkel P. Schétter
VEB Elektronikhapde! Berlin * Redaktion radio fernsehen elektronik
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Transistoren

Dipl.-Ing. Wolfgang Mégling

Die UdSSR fertigt ein sehr umfangreiches Sortiment an Tran-
sistoren. Daher kann in dieser Zusammenstellung der Daten
nur ein Teil der UdSSR-Transistortypen mit ihren charak-
teristischen Kenndaten aufgefiihrt werden. Der groBte Teil der
dlteren Typen wurde nicht berucksmhtngt da diese bereits weit
verbreitet und bekannt sind.

Wir méchten darauf hinweisen, daB die im folgenden angege-
‘benen Germaniumtransistoren fiir Neuentwicklungen nicht ein-
gesetzt werden saqllten. Es wurden nur die neuen Ge-Typen der
Vollsténdigkeit halber mit aufgenommen, um speziell dem An-
wender von Importgerdten aus der UdSSR die Méglichkeit zu
geben, die Daten zu vergleichen, und um ihm damit eventuelle
Reparaturen zu erleichtern.

Es zeichnet sich auch die Tendenz ab, daB die UdSSR in der
Frage der Gehé&useform schrittweise von den bisherigen Bau-
formen abgeht und die Neuentwicklungen jetzt hauptséchlich
in den international {iblichen TO-Gehdusen herausbringt. Das
hat Vorteile fiir die Austauschbarkeit, do auch die iibrigen
RGW-Lénder die internationalen Gehduse verwenden.

Da in der Aufstellung nicht alle Typen erfaBt werden konnten,
soll im folgenden das sowjetische System der Kennzeichnung
von Bauelementen kurz dargestellt werden.

Das derzeitige Klassifizierungssystem gilt seit 1964 und ist im
entsprechenden UdSSR-Standard festgelegt. Es 1Bt zumindest
Riickschliisse auf die Art und das Einsatzgebiet des entspre-
chenden Bauelements zu.

=y

. Element: Buchstabe fiir die Bezeichnung des Ausgangsmate-
rials

I' = Germanium

K = Silizium

A = Galliumarsenid.

2. Element: Buchstabe fiir die Bezeichnung des Verwendungs-
zwecks des Bauelements A

A = Héchstfrequenzdiode

B = Kapazitétsdiode

J = Diode

H = Tunneldiode

H = nichtgesteuerte mehrschichtige Bauelemente
I1 = Feldeffekttransistor

C =1Z-Diode

T = Transistor (bipolar) $

Y = gesteuerte mehrschichtige Bauelemente
@ = Fotobauelemente

II = Gleichrichterséulen und -blécke.

3. Element: Zahl, die den Leistungsbereich und d*e Frequenz-
kennwerte des Bauelements angibt.
In der Tafel 1 sind die Bezeichnungen fiir einige Hauptarten
der Bauelemente ungefuhrt

4, Element: Buchstobe fir die Klassifizierung in Gruppen nach
verschiedenen Kriterien (z. B. Stromverstéirkung o. &.).

Es gibt auBerdem noch eine Reihe von &lteren Bauelementen,
die nach einem friiher verwendeten System bezeichnet smd
Dieses ultere System besteht aus drei Elementen:

1. Element: Buchstabe fiir die Bezeichnung des Verwendungs-
zwecks

Il = Transistor
J = Diode

2. Element: Zahi, die Material, Leistungs- und Frequemberelch
entsprechend der Tafel 2 bezeichnet.

3. Element: Buchstobe fiir die Klassifizierung in Gruppen nach
- verschiedenen Kriterien (z. B. Stromverstdrkung).

Dariiber hinaus gibt es noch eine Anzahl von Bauelementen in
der UdSSR — oft sehr spezieller Art —, die nach diesen Re-
geln nicht klassifizierbar sind. Sie sind jedoch entweder véllig
veraltet oder aber werden von der UdSSR nicht exportiert, so
daB der Anwender in der DDR nur selten mit ihnen zu tun hat.

Tafel 1: Zahlenschliissel
der sowjetischen dlsl(reten Hulb[elterbuuelemente

3. Ele- Transisteren Dioden Héchst- Foto- Z-Dicden
ment fraquenz- bau-
(Zahl) dioden elemente
von 101 NF-Kleintran- Gleich- Misch-  Foto- Pior S 0,3 W'
bis 199 sistoren richter- dioden dioden Uz =0,1---99V
Pmax < 0.3W dioden '
fhain {_ 3 MHz klefl_'ler '
Leistung
von 201  MF-Kleintran- .- Gleich- Video- Foto- Piot S 03 W,
bis299  sistoren richter-  detek- tran- Uzg=1:--90V
Poax < 0,3 W dioden toren sistoren
foaip = 3--- mittlerer
30 MHz Leistung
von 301  HF-Kleintran- Gleich- Modu- - Piot = 0,3W
bis 399 sistoren! richter- lotor- Uz = 101:-.199 V
Prax < 0.3 W leistungs- réhren ’
fuam > 30 MHz  dioden
von 401 NF-Tran- Uni- parame- — 0,3 W << Pyt
bis 499 sistoren versal- trische <5W
Prax = 0,3+ dioden Dioden Uz=1..99V
1,5W - ’ .
Frain < 3 MHz
von 501  MF-Tran- Impuls-  Schalt- — 0,3W < Proe
bis 599 sistoren dioden - dioden <5W
Pnax = 0,3+ Uz=1---99V
1.5wW
fuoip = 3¢+
30 MHz
von 601 HF.-Tran- — Verviel- — 0.3W < Py
bis 699 sistoren facher- <5W
Pinax = 0,3+ dioden Uz = 101-:+199 V
A5W
fuzin > 30 MHz
von 701 NF-Leistungs- — - - P 25 W
bis 799 . transistoren Uz=01---99V
Poaz > 25W
fronn < 3 MHz
von 801  MF-Leistungs-  — - — Pt = 5 W
bis 899 transistoren Uz=01:-99V
Pmax > 1.5W
fhaw, = 3+
30 MHg
o
von 901 HF-Leistungs- —_ — - Prat 2 5W
bis 999  transistoren Uz = 101---199 V
. Prax > 1.5 W
frain = 30 MHz
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Transistoren

Tafel 2: Altes sowjetisches Klassifizierungssystem

2. Element Transistoren Dioden
{Zahl)
von 1 Ge-NF-Kleintransistor Ge-Spitzendioden
bis 100 Pmaz = 0,25 W, frop = 5 MHz
von 101 Si-NF-Kleintransistor Si-Spitzendioden
bis 200 Poax < 0,25 W, fhan £ 5 MHz
von 201 Ge-NF-Leistungstransistor Si-Fléchendioden
bis 300 Prax = 0,25 W, fron = 5 MHz
von 301 Si-NF-Leistungstransistor Ge-Flachendioden
bis 400 Pmax = 0,25 W, fhap < 5 MHz
von 401 Ge-HF-Kleintransistor Héchstfrequenz-
bis 500 Pumax = 0,25 W, fazin = 5MHz  Mischdioden
von 501 Si-HF-Kleintransistor Vervielfacherdioden
bis 600 Prax S 0,25 W, fhonn = 5 MHz
von 601 Ge-HF-Leistungstransistor Videodetektordioden
bis 700 Puax > 0,25 W, frap = 5 MHz
von 701 Si-HF-Leistungstranslstf;»r parametrische Dioden
bis 800 Prax > 0,25 W, fray = 5MHz  Si: 701 bis 749

. Ge: 750 bis 800
von 801 — Z-Dioden
bis 900
von 901 - Kapazitétsdioden
bis 950
von 951 — Tunneldioden
bis 1000
von 1001 - Gleichrichterséulen
bis 1100

Verwendete Symbole

Ce
f
fr

fhz(l-

Ip
Ipgs
lass
lg18s
lca
Pc
Pps
Pmlt
REE
RBiB3
DSon
tr
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= Kollektorkapazitét

= Frequenz

= Ubergangsfrequenz

= Grenzfrequenz der KurzschluBstromverstérkung in Ba-
sisschaltung

= Rauschfaktor

= Gleichstromverstdrkung ,

= KurzschluBstromverstdrkung in Emitterschaltung (Klein-
signalbetrieb)

= Betrag der KurzschluBstromverstdrkung in Emitter-
schaltung

= Kollektorstrom

= Emitterstrom

= Basisstrom

= Kollektorstrom (Spitzenwert)

= Drainstrom

= Drainreststrom

= Gatereststrom

= Gatereststrom fiir Gate 1

= Avalanchekollektorstrom

= Kollektorverlustleistung

= Kanalverlustleistung

= Ausgangsleistung

= Basis-Emitter-AbschluBwiderstand

= Interbasiswiderstand

= Drain-Source-Widerstand (eingeschalteter FET)

= Verweilzeit
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ts = Speicherzeit

Pamp = Umgebungstemperatur
Ucgp = Kollektor-Basisspannung
Uce = Kollektor-Emitterspannung

Ucem = Kollektor-Emitterspannung (Spitzenwert)

Ucex = Kollektor-Emitterspannung bei gesperrtem Transistor
Uap = Gate-Drain-Spannung

Ugip = Gatel-Drain-Spannung

Ups = Drain-Source-Spannung

Ugs = Gate-Source-Spannung

Ut = Abschniirspannung
UcE sat = Kollektor-Emitterséttigungsspannung
UBE sat = Basis-Emittersattigungsspannung

Upipz = Interbasisspannung

Ua = Avalanchespannung

Yau = KurzschluB-Ubertragungsleitwert

7 = Kollektorwirkungsgrad (bei Leistungstransistoren)
7l = inneres Spannungsverhdltnis (bei UIT)

Erlduterung der Spalte ,Technologie

Die Angaben in der Reihenfolge 1. 2., 3. haben folgende Be-
deutung:

1.Si = Silizium
Ge = Germanium
P = p-Kanal
N = n-Kanal

2.P = Zonenfolge pnp
N = Zonenfolge npn
S = Sperrschicht-FET
M = MOSFET

3.L = Legierung
D = Diffusion
LD = Legierung-Diffusion
C = Konversion
P = Planar
PE = Planar-Epitaxial
DP = Diffusion-Planar
MP = Mesa-Planar
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Dioden

Dipl.-Ing. Rainer Bielefeldt

Das in der Sowjetunion produzierte Spektrum an Dioden ist
sehr umfassend. In der folgenden Ubersicht sind neben Dioden-
typen, auf die im Rahmen der RGW-Zusammenarbeit orien-
tiert wird und die domit das Bauelementeangebot der DDR
erweitern und komplettieren, auch solche enthalten, die we-
niger fiir Forschungs- und Entwicklungsarbeiten interessant
sind, sondern die auf Grund von Ausgleichsimporten oder durch
Einfuhr kompletter Anlagen aus der UdSSR in die DDR gelan-
gen und somit ebenfalls ihre Bedeutung fiir Vergleichszwecke
und Reparaturfélle haben. Ahnlich wie bei den Transistoren
zeichnet sich auch bei der Herstellung der Dioden der Trend
des Einsatzes moderner Si-Technologien ab. Germanium wird
lediglich dort noch als Grundmaterial verwandt, wo spezielle
Parameter des Bauelementes nur auf Grund des Ausgangsma-
terials zu erzielen sind (z. B. Ge-Tunneldioden, parametrische
Dioden). Séimtliche neueren Dioden werden auf der Basis der
Planar-Epitaxie- bzw. der Mesa-Diffusions-Technologie herge-
stellt.

Zusdtzlich zu den genannten Technologien wendet die Sowjet-
union auch die sogenannte Schottky-Technologie auf der Basis
von Si-Grundmaterial zur Erzeugung einer Diode fiir allgemeine
Schaltzwecke mit éiner sehr niedrigen Sperrverzdgerungszeit
von tr=100ps an, die in erster Linie auf den StromfluB-
mechanismus nur einer Ladungstrégerart (Majoritatstréger) zu-
riickzufithren ist. Derartige Schottky-Dioden sind bei entspre-
chender Zusammenstellung vorzugsweise fiir Ringmodulatoren
in der MeBtechnik geeignet.

_Bei den Gleichrichterdioden ist besonders die Graetz-Briicke
KLI 407 A interessant. Mit ihren &uBerst geringen Abmessun-
_gen und einer maximalen Betriebsfrequenz von 20 kHz diirfte
die Anwendung liber die normale Netzgleichrichtung hinaus-
gehen,

Mit dem Beginn des Einsatzes moderner und effektiverer:

Stromversorgungseinheiten (getastete Netzteile) in der bou-
elementeanwendenden Industrie treten auch auf diesem Ge-
biet der Elektronik erstmals Forderungen nach schnellen Dio-
den mit erhéhter Strombelastbarkeit auf. Insbesondere fiir die-
sen Zweck sind die schnellen Gleichrichterdioden KJ 204...,
KA 206..., K212 A und KJ 213 A, B bestimmt.
Auf dem Gebiet der Kapazitdts- und Schalterdioden speziell
fiir die Anwendung in Bingangsteilen von Rundfunk- und Fern-
sehempféngern verfiigt die Sowjetunion sowohl iiber Einzeldio-
den zur Abstimmung im UKW-, VHF- und UHF-Bereich als auch
iber eine Doppeldiode des Typs KBC 111 (auf einem Chip)
_ fur den UKW-Bereich. Die Schalterdiode KJ4 409 A kann auf
Grund ihres geringen differentiellen DurchlaBwiderstandes iiber
den VHF-Bereich hinaus verwendet werden.

" Verwendete Symbole

C;j = Sperrschichtkapazitét

Ciot = Gesamtkapazitit

f = Frequenz

fq = Giitegrenzfrequenz

F = Rauschfaktor

Ir . = DurchlaBstrom

lrs = StoBstrom

g = Haltestrom

e = Héckerstrom

Ir = Sperrstrom

Iv = Talstrom

Iz = Z-Strom

Le = Mischverluste

Py max = maximale Mikrowellenimpulsleistung
Peot = Gesamtverlustleistung

Q - =Gite

Qg = Speicherladung

rt = differentieller DurchlaBwiderstqnd
rs - == Serienwiderstand

rz = Z-Widerstand

tp = Impulsdauer

tq = Freiwerdezeit

trr -= Sperrerholungszeit

TKyz = Temperaturkoeffizient der Z-Spannung
Uso = Kippspannung .
Ugr = Durchbruchspannung

Ur = DurchlaBgleichspannung

Upmax = maximale Héckerspannung

Ug = Sperrspannung

Uz = Z-Spannung !

VSWR = Stehwellenverhdltnis

A = Energie

Z1F = ZF-lmpedanz

Zv = Videoimpedanz

B = Stromempfindlichkeit

A = Wellenldnge

Pamp = Umgebungstemperatur

Pease = Gehdusetemperatur

T = Zeitkonstante

Abkiirzungen in der Spalte Technologie

D = Diffusion
E = Epitaxie

L = Legierung
LD = Legierung-Diffusion
MD = Mesa-Diffusion

ML = Mesa-Legierung

P = Planar

PE = Planar-Epitaxie”

PK = Punktkontakt

S = Schottky
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)

Gleichrichter- und 'Universaldioden

Typ ; U max |; max Up bei Ip I Irsy bei tp o il Pamb Techno- Ge-
inV in A / inV in A bei U nox inA . inms in kHz (Pease) logie . héuse
in uA (tee in us)  in°C s. Bild

A 223 " 50 0,05 1 0,05 1 : 20 - 108 —55-+-100 PK 1
A 223 A 100 0,05 1 0,05 - 1 20 - 10° —55--.100 PK 1
A223B 150 0,05 1 0,05 1 20 - 107 —55---100 PK 1
A 242 100 10 1,25 10 3000 1 (—60---130) D 7
A242 A 100 10 1 10 3000 1 (—69:--130) D 7
A 2425 10q 5 1.5 5 3000 1 (~—60---130) D 7
A 243 200 10 1,25 10 3000 1 (—60- --130) D 7
A243 A 200 10 1 10 3000 1 (—69---130) D 7
A 243 b 200 5 1.5 5 3000 1 {—60---130) D 7
A 245 300 10 1,25 10 3000 ’ ' 1 (—69- - -130) D 7
A 245 A 300 10 1 10 3000 1 (—60- - -130) D 7
A 2456 300 5 1,5 5 3000 - 1 {—60---130) D 7
A 246 400 10 1,25 10 3000 ) 1 (—60---130) D 7
A 246 A 400 10 1 10 3000 1 (—69---130) D 7
AR46 B 400 5 1.5 5 3000 y 1 (—60---130) D 7
A 247 500 10 1,25 10 i 3000 1 (—63- - 130) D 7
A 247 B 500 5 1.5 5 3000 1 (—60- - -130) D 7
A 248 B 600 5 1.5 5 3000 1 (—69--+130) D 7
K4 105 B 400 0.3 1 0,3 100 15 20 1 —60-+85 D 2
KA 105B 600 0.3 1 0,3 100 15 20 1 —60- -85 D 2
KA 105T 800 0.3 1 0,3 100 15 20 1 —60- 85 D 2
KJ 202 A 50 3 1 3 1000 9 1500 1,2 (—60---130) D 6
KA 202 B 100 3 1 3 1000 9 1500 1,2 (—60---130) D 6
KA 202 1 200 3 1 3 1000 9 1500 1.2 (—60---130) D 6
KJ 202 K 300 3 1 3 1000 9 1500 1,2 (—60- - -130) D 6
KJ 202 K 400 3 1 3 1000 9 1500 1,2 (-—60- - -130) D 6
KA 202 M 500 3 1 3 1000 9 1500 1,2 (—60- - -130) D 6
KA 202 P 600 3 1 3 1002 9 1500 1,2 (—60---130) D 6
KA 203 A 600 10 1 .10 1500 30 1500 1 (—55---100) D “ 7
KA 203 B 800 10 1 10 1520 30 1500 1 (—55- - -100) D 7
KJ203B 800 10 1 10 1500 39 1500 1 {—55- - -100) D 7
KA 2031 1000 10 1 10- 1500 30 1500 1 (—55---100) D 7
KA 203 ] 1000 10 1 10 1500 30 1500 1 (—55- - -100) D 7
KJ 204 A 400 0.4 1,4 0.4 150 <6 0,001 50 —55---85 D 4
KA 204 B 200 0,6 1.4 0,6 100 <7 0,001 50 —55...85 D 4
KA204B 50 1 1.4 1 .50 <13 0,000 50 —55-- .85 D 4
KJ 206 A 400 10 1.5 10 700 500 0,1 20 —60---125 MD 6
KJ 206 B 500 10 1,5 10 700 500 0.1 20 ~ —60---125 MD 6
KA 206 B 600 10 1.5 10 700 500 0,1 20 —60---125 MD 6
KJ 208 A 100 1.5 085 1 10 50 20 1,5 —40---100 D 5
KA 209 A 400 1 09 * 1 1 50 20 (10) —40---100 D 5
KJ 209 B 600 1 0.9 1 1 50 20 (10) —40- - -100 D 5
KJ 209 B 80 1 0,9 1 1 50 20 (10), —40---100 D 5
KA 212 A 200 1 1 1 50 (0.3) —60---80 D

KA 213 A ” 200 10 v 10 200 ©.3) —%0---80 D

KA 2136 200 10 1,2 10 200 (0.3) —60---80 D

KL 407 A 300 5 3 o010 20 —60-- -85 D 3

0,3
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Dioden

Schaltdioden
-

Typ Ur max IF max ter Ur bei Iz Iz lpsy bei to Ciot bei Uy PFamb Techno- Ge-

inV in mA inns inV in mA bei inA in us inpF inV in°C logie hduse

UR max s. Bild
in uA

A219A 70 50 500 1 50 1 0.5 10 15 5 —55---100 L 1

A220A 70 50 500 1,5 50 0,5 10 15 5 —55---100 L 1

Jd2205 100 50 500 1.5 50 0,5 10 15 5 —55---100 L 1

KA 401 A 75 30 2000 1 5 5 1 5 —55--:100 ML 1

KA 401 B 75 30 2000 1 10 5 1.5 5 —55-++100 ML 1

KA 512 A 15 20 1 1 10 5 0,2 10 1 5 —40---85 PE 8

-

K518 A 10 10 0.1 1 10 5 09 o© —40---70 [5.".’ 8
KA 52 A 30 100 4 11 100 2 1 10 4 0 —55---100 PE 9
KJA 522 B 50 100 4 1,1 100 5 1 10 4 0 —55..-100 PE 9
Z.Dioden und Referenzelemente
Typ 4U, Uz bei I3 Pioy bel damp  rz; bei Iz rza bei lz2 12 min  lzmax TKuz Pamn Tech- Ge-

. in % ; (PFeine) nolo- héuse
{inV) inV  inmA inW in°C in® inmA in2 inmA inmA inmA In10%K in°C gie s. Bild
AB166 15 27 150 5 70 300 10 12 150 10 180 15 (—60- - -100) L 12
A8168 15 33 150 5 70 300 10 15 150 10 180 15 {—60- - -100) L 12
Aewer 15 39 150 5 70 300 10 18 150 10 130 15 (—60- - - 100) L 12
Aee ] 15 47 150 5 70 300 10 22 150 10 110 15 {—60---100) L 12
A817 A 15 56 50 5 70 400 5 52 50 5 90 18 (—60- - -100) L 12
A817B 15 68 50 5 70 0 5 60 50 5 75 18 (—60- - -100) L 12
A817B 15 82 50 5 70 600 5 67 50 5 60 18 (—60- - - 100) L 12
A87T 15 100 50 5 70 800 5 75 50 5 50 18 (—60- - -100) L 12
AY
818 A 25 9 10 03 50 100 3 25 10 3 i3 2 —55--.100 D 1
8186 —25 9 10 03 50 100 3 25 10 3 33 -2 —55---100 D 1
JA88B 20 9 10 03 50 100 3 25 10 3 33 +1 —55---100 D n
Nser 15 9 10 03 50 100 3 25 10 3 k] + 0,5 —55...100 D 1
Ass ] 15 9 10 03 50 100 3 25 10 3 33 + 0.2 —55:+:100 D N
A8IBE 15 9 10 03 50 00 3 25 10 3 33 + 01 —55---100 D 1
KC133 A 10 33 10 03 50 180 3 65 10 3 81 —10 —55..-100 L 1"
KC139 A 10 39 10 03 50 180 3 60 10 3 70 —10 —55--+100 L 1
KC147 A 10 47 10 03 50 180 3 56 10 3 78 — 8---12  —55---100 L 1
KC162 A (0,4) 62 10 0,15 50 150 3 33 10 3 2 —6 -—55---100 L 10
KC168 B (0.5) 68 10 0,15 50 120 3 28 10 3 20 +5 —55...100 L 10
KC170 A (0.3) 70 10 0,15 50 0 3 20 10 .3 20 1 ~-55:--100 L 10
KC175 A {0.5) 7.5 5 0,15 50 70 3 16 5 3 ; 18 + 4 —55---100 L 10
KC182z A (0.6) 8,2 5 015 50 0 3 14 5 3 17 5 —55---100 L 10
KC191 A (0,6) 9,1 5 0,15 50 30 3 18 5 3 15 6 —55:++100 L 10
KC 196 A v 5 9.4 10 02 50 0 3 18 10 3 20 0.5 —60---100 L n
KC 196 B 5 94 10 02 50 70 -3 18 10 3 20 0,25 —&0---100 L 1
KC196 B 5 9.4 10 0.2 50 70 3 18 10 3 20 0,1 —60- 100 L 1
KC196 T 5 94 10 02 50 70 3 - 18 10 3 20 0,05 —60---100 L 11

‘KC210B 07 10 5 0,15 50 35 3 2 5 3 14 7 —55-..100 L 10
KC211 B 20 1 10 0,28 50 0 5 15 10 5 33 2 —60---120 L 13
KC211 B —20 11 10 0,28 50 3 5 15 10 5 33 —2 —60.-.120 L 13
KCanr 15 1 10 0,28 50 v 5 15 10 5 33 1 —60-+-120 L 13
KCan 15 1 10 0,28 50 3 5 15 10 5 33 0.5 —60---120 L 13
KC213B (0,9) 13 5 0,15 50 45 3 25 5 3 10 8 —55-+-100 L 10
KC433 A 10 33 - 60 1 35 180 3 14 60 10 191 —10 —60---125 L 1
KC 439 A 10 39 5 1 35 180 3 12 51 10 176 —10 ~—60-:+125 L 1
KC 447 A 10 47 43 1 35 180 3 10 43 10 159 — 8+-3 —60---125 L 1
KC 620 A 15 120 50 5 70 000 5 150 50 5 42 20 (—60- - -100) L 12
KC 630 A 15 130 50 5 1000 5 180 50 5 38 20 {—60- - -100) L 12
KC 650 A . 15 150 25 5 2400 5 255 25 2,5 33 20 {—60- - -100) L 12
KC 680 A 15 180 25 5 70 3000 5 330 25 2,5 28 20 (—60---100) L 12
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Dioden

Hochstfrequenz-Mischdioden

Typ i Le* Zir . Ig F VSWR Pt w Famb Techno- Gehduse
incm IndB inQ inmA indB inmwW innl in°C logie s. Bild
AANMA 3 6 300- - -560 2,5 7,5 1.5 50 —60---100 PE 22
AAMMB 3 5,5 300---560 - 2,5 7 1,5 50 —60---100  PE 22
A 405 3 7 250- - -450 1 2 20 30 —60---100  PK 21
J-405 A 3 6,5 300- - -500 1 1.7 20 30 —60---100  PK 21
J 405 B 3. ] 300- - -450 1 1,7 5 30 —60---100 PK 21
AKC1 M 10 8,5 - - 0,4 35 30 —&0- - - 100 PK 21 I
AKC2M 10 6,5 0.4 3 0 —60:-4100 PK 21
AKC7M 3-12 75 250- - -700 3 2 30 —60---100 PK 21
Hochstfrequenz-Schaltdioden (PIN-Dioden) -
Typ Ugr If max  Crot in pF faq re bei lg Qs bei lp Pioe Bamb Techno- Ge-
‘bei . . logie  hduse
inV inmA Ug =100V inGHz inQ inmA inAaC inmA . InW in°C " s, Blld
_I KA 507 A 500 200 ‘0,8 ---1,2 150 1.5 100 200 100 5 —-60.---1CD E 22
' KA 5076 300 200 08 1,2 150 1,5 100 200 100 5 -~60-:.100 E 22
KA 507 B 300 200 0,65--41,2 100 25 100. 200 100 5 ‘—60---%0 E 22
. KAs9A 200 100 09 ---1,2 150 1,5 25 25 25 2 —60---100 E 22
M KAS9B 200 100 0,7 ---1,0 150 15 25 25 25 2 —60-+4100 E 2
| KA 509 B 200 100 0,5 ---1,2 00 25 25 35 25 2 —60---100 E 22
L J
Varaktoren
Typ Crot Ugr fa In Peot Pamb Techno- Ge-
in pF . logie héuse
bei Ug =6V inV in GHz in A inwW in°C s. Bild
KA 602 A 4,744:8,7 60 15 100 25 —60---100 PE 20
KA 602 B 2,747 60 25 100 1,5 —60-+-100 PE 20
KA 602 B 1,7-+-2,7 45 35 100 1,0 —60---100 PE 20
KA 602T 1.2:+:1,7 15 50 100 0,7 —60:+:100 PE 20
KA 602 1,0---1,3 30 &0 100 0,5 —60---100 PE 20
i o \ L.
Hochstfrequenz-Detektordioden
Typ i g Zy Pu max Pamy Techno- Gaj
logie héuse
incm in AIW in kQ in mW in°C s. Bild
" AKB1 . 9,8 0,8 15 50 —60--+125 PK 24
_ JKB2 9.8 1,2 - 10 50 —60-++125 PK 24
JKB 3 3,2 0,4 15 50 —60--:125 PK 24
AKB 4 3,2 0,8« 10 50 —60---100 PK 24
AKB5M 9,8 0,8 1 . 200 ~607+100 PK 24
AKB7 M 3,2 0.4 10 200 —60---100 PK 24
AKH 1M 9.8 0.5 200 —60--+100 PK 21
AKH2M . 32 0,2 200 —60-++100 PK 21
Dioden fiir parametrische Verstarker
Typ i Cy Ig Peot T Pamb Techno- Ge-
in pF bei in pA bei logie hduse
inem Ug =10V Ug=10V in mW In ps in®C s. Bild
TA 401 660 0,45---0,87 0,5 200 <22 ~60:++70 D 25
A 801 A 660 0,36::.0,55 0,5 200 <20 —60---70 D 25
TA4 B 6---60 0,26---0,44 0,5 200 s1.8 —60---70 D 25
TA 401 B 6---60 0,12---0,33 0,5 200 s17 —60:+:70 D 25
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Dioden

Kapazitdtsdioden
Typ Ciot bei Ug u. bei f  Kapazi- Q bei Uy u. bei f Prot bei #amn Ig bei Ig max Hamn Techno- Ge-
in pF inV in MHz  tétsver- inV in MHz inmW in°C inuA inV in°C logie h&use
- ~
_héltnis s. Bild
KB 102 A 14---23 4 1--410 40 4 50 20 50 1 45 —40- -85 D 14
KB 102 B 19--:30 4 1---10 40 4 50 20 50 1 45 —40---85 D 14
KB 102 B 25---40 4 1---10 40 4 50 90 50 1 45 —40---85 8] 14
KB102T 19---30 4 14410 100 4 50 90 50 1 45 —40---85 D 14
KB 102 J 19--:30 4 1---10 40 4. 50 %0 50 1 80 —40--85 D 14
KB 104 A 90--4120 4 1---10 100 4 10 100 50 5 45 —40-- -85 D 15
KB 104 B 106---144 4 1---10 100 4 10 100 50 5 45 —40---85 D 15
KB 104 B 128---192 4 1-+-10 100 4 10 100 50 5 45 —40---85 D 15
KB104T 95---143 4 1---10 100 4 10 100 50 5 80 —40---85 D 15
-KB104 1 128---192 4 1--410 100 4 10 100 50 5 .80 —40--:85 D 15
KB 105 A 400---600 4 1 4 500 4 1 150 —55---50 50 Q0 —55---100 ML 16
KB 105 B 400---600 4 1 3 500 4 1 150 —55---50 50 50 —55---100 ML 16
KB 107 A 10---40 2--.9 20 10 100 —40---50 —55---70 F 17
KB109 A 2,3---28 25 1 4-..55 300 3 50 5 —40---85 1 28 —40.--85 PE 18
KB 109 B 2...23 25 1 4,5---6,5 300 3 50 5 —40---85 1 28 —40---85 PE 18
KB109 B 8:-:16 3 1 4...6 160 3 50 5 —40---85 1 28" —40---85 PE 18
KB1o9 I 8---17 3 1 4 160 3 50 5 —40---85 1 28 —40---85 PE 18
KB110 A 12---18 4 1 2,5 =300 4 50 100 —60---50 45 —60---125 PE 19
KB110 B 14--.22 4 1 2,5 = 300 4 50 100 —60---50 45 —60---125 PE 19
KB110B 18---26 4 1 2,5 = 300 A 50 100 —60---50 45 —60---125 PE 19
KB1ioTl 12---18 4 1 2,5 =150 4 50 100 —60- - -50 45 —60---125 PE 19
KB110 4 14.-.22 4 1 2,5 = 150 4 50 100 —60-+-50 45 —&0---125 PE 19
KB1WE 18---26 4 1 2,5 b =150 4 50 100 —60---30 45 —&0---125 PE 19
KBEC 111 A 3 4 1 >7200 4 50 1 30 —6&0---100 31
KBC 1M1 B 33 4 1 >150 4 50 1 30 —&0---100 N
. Schalterdioden
Typ Ciot bei Ug e bei lp bei f Ig bel Ug max IFmax Ipsu  beitp Pamb Techne- Ge-
- inpF  inV in2 inmA in MHz in uA inV in mA inmA inps _  in°C logie h&use
2 ’ s. Bild
KJ 407 A 1 5 1 10 50- --300 <05 24 50 500 10 —60---100 PE 19 -
KA 409 A 1.2 15 0,5 10 50---1000 0.1 24 50 500 - 10 —60---100 E 18

Hochstfrequenz-Begrenzerdioden

Typ Ui max lrmax  Proc bel #4my "Crot Q, fs Famn Techno-  Ge-
inV in mA inw in°C in pF innC bei inQ bei in°C "~ logle h8use
lp = 100 mA lg = 100 mA s. Bild
KA 510 A 25 200 1 —60--:35 0,7--41,4 10 . 1.5 —60-++123 PE 23
KA 5106 25 200 1 —60-+:35 1,2.--2,4 10 1.5 —60-++125 PE 23
KA 510 B 25 200 1 —60---35 2,2.--3,4 10 . 1.5 —60--:125 PE 23
KA 50T 25 200 1 —60++:35 0,6--:1,4 10 2,5 —60-++125 PE 23
KAS10J 25 200 1 —~60:++35 1,2.-:2,4 10 2,5 ~60--:125 PE 23
KASWE 25 200 1 —60--+35 2,2:-:36 ° 10 2,5 —60---125 PE 23
Miondlichtdioden
Typ Uso IF max Ur bei Ip Ugmax In - g Iesmbeity Pamn Techno- Ge-
inV in mA inV in mA inV in mA in ps in A in ms in°C logie hbuse
3 : s. Bild
KH102 A 20 200 1.5 200 10 0,1---15 40 z 10 —40--:70 Lo 30
KH102 B 28 200 1.5 200 10 0,1---15 - 40 2 10 ¥ —40:--70 LD 30
KHA02B 40 200 1.5 200 10 0,1:--15 40 2 10 —40---70 LD 30
KH102T 56 200 1,5 200 10 0,9---15 40 2 10 —40---70 LD 30
KH102 4 80 200 1.5 200 10 0,1---15 40 2 10 —40---70 LD 30
KH 102 % 125 200 1,5 200 10 T 0,1-415 0 , =2 10 —40--.70 . LD 30
KH 102 U 150 200 1.5 200 10 0,1--15 40 2 10 —40---70 LD 30

.
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Dioden

Tunneldioden (Verstarkertypen)

Typ o Aly Ciotmin Crot max Iufly Upmax s I max Hamb Techno- Ge-
logie h&use
inmA inmA inpF inpF inmV in Q in mA in*C s. Bild
AWM 101 A 1 0,25 4 5 160 24 30 —60--+85 L 26
AH 101 B 1 0,25 2 8 5 160 22 30 —60---85 L 26
AH1I1 B 2 0,3 5 6 160 16 40 —&60---85 L 26
AHI11 ] 2 0,3 25 10 6 160 14 40 —60---85 L .26
AH10ME 5 0.5 8 6 180 8 80 —50---85 L 26
AH101 A 5 0.5 4,5 13 6 180 7 80 —50---85 L 26
Tunneldioden (Oszillatortypen)
Typ lp Al Ciot mir, Ciot max Ip/ly Up max rs If max PFamb Techno- Ge-
logie hé&use
inmA in mA in pF  in pF inmV inQ inmA in=C s. Bild
" AH201 A 10 1 8 10 180 8 100 —;o-uss L 26
AH201 B 10 1 5 15 10 180 8 100 —60---85 L 26
AH201 T 20 2 10 10 200 3 100 —60---85 L 26
AH201 E 20 2 ] 20 10 200 4 100 —60---85 L 26
AH 201 K 5 15 10 260 2,5 220 —60---85 L 26
. AHM201 H 5 10 30 10 260 2,5 220 —60---85 L 26
AH201 K 10 20 10 330 22 220 —60---85 L 26
AH 201 A 10 10 50 10 330 2.2 220 —60---85 L 26
Tunneldioden (Schalttypen)
Typ Ip Al Ciotmin  Ctotmax I['Jr’v Us max IF max Pamb Techno- Ge-
logie héuse
in mA in mA in pF in pF in mV in mA in°C s. Bild
AW 301 A 2 0.4 12 8 180 —60---70 L 26
AU B 5 0,5 25 8 180 —60---70 L 26
AW 301 B 5 0.5 25 8 180 —60---70 L 26
AH3 T 10 1 50 8 180 —60--+70 L 26
'H 304 A 4,5-++5,1 20 5 75 —40- - -60 L 27
A 304 B 4,955 20 5 75 —40---60 L 27
[H 305 A 9.1---101 30 5 85 —40- - -60 L 27
' 305 B 9.8---1 30 5 85 —40---60 L 27
' 307 A 2 0.2 4 20 7 70 —40- - -60 L 27
'Hss A 4,5---5,5 1.5 5 5 100 6 —60.--70 ML 23
' 308 B 4,5.-55 / 0,7 2 5 110 .4 —60---70 ML 28
A 308 B 9 ---N 4 10 5 110 20 —60---70 ML 28
rMaosr 9 -1 1.5 5 5 120 15 —60---70 ML 28
’Maos J 9 1N 08 2 5 140 6 —6&0---70 ML 28
* TH3sE 18 ---22 3 15 5 140 20 —60---70 ML 28
TH 308 K& 18 ---22 1 4 5 160 8 —60---70 ML 28
' 308 K 45 --:55 5 20 5 150_ 40 —60-+-70 ML 28
['H 308 K 45 -.-55 2,3 8 5 180 20 —50---70 ML 28
Backward-Dioden
Typ In Crot Uy bei Ip Ug bei Iy Ig max Pamb Techno- Ge-
logie hé&use
in mA in pF inV in mA inV in mA in mA in°C s. Bild
AH 402 B 01 4 0.6 0,1 0,25 1 1 —650---85 L 26
AH 02T 0,1 8 0.6 0.1 0,25 1 1 —650---85 L 26
. AH402E 0,2 8 0,6 0,2 0,25 2 2 —60---85 L 26
'H 401 A 0.1 2,5 0,33 0.1 0,09 1 4 —55..-70 L 29
rH 40 B 0.1 5 0,33 0,1 0,09 1 56 —55.-.70 L 29
THao3 A 0.1 8 0,12 3 r‘i'.'l,.3\5 0,1 —40-- 60 L 27
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~ Integrierte Schaltungen

Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Béttger und Dipl.-Ing. Kiaus-Peter Gohler . : 5

f

Di git cIe integ I'iel'te '{:;ti:lz 35n ‘E:Iil:ttg:ge Daten der IS der Serie K 176

Schaltungen

Betriebsspannung Ug=90V 045V
Ausgangslastfaktor Ng = 50%) ; 100%)
statische Stromaufnahme ' Igsr = 0.1 uA; < 0,9 pAY)
dynamische Stromoufnohme bei
. f =1 MHz und Cp = 50 pF? I 1,3mA; < 1,0 mA?
CMOS-Serie K176 _ - Eingangsstrom - P —B‘:f:ion whA = !
' : hg =01 A
Die Serie K 176 beinhaltet digitale Schaltkreise in Transistor- Eingangsleckstrom I, < 0,05 uA
logik mit direkter Kopplung in Planar-Epitaxietechnik auf der statische Stérsicherheit MZo09V
Grundlage von komplementéren MOS-Strukturen. Es liegt po- ~ Ausgangsspannung UoL S 03V
sitive Logik vor (log. 1 2 H, log.0 2 L). Diese IS sind fiir den ) Uon 2 82V
Einsatz in EDV-Anlagen und in der Automatisierungstechnik Aehetiieaguine F51,0 Mtz
_ L = Verzégerungszeiten tpur < 200 ns
im Frequenzbereich bis 1 MHz vorgesehen. Pt
pLH S 200 ns
" Samtliche IS der Serie befinden sich im Dual-In-Line-Ge- Eingangskaparzitét je Eingang C.= < 12 pF
hduse, unter der Bezeichnung K 164 werden sie im Flat-Pack-
Gehduse angeboten. Bild 1 zeigt die Abmessungen des ver- Aivniilisngn

wendeten DIL-Gehé&iuses. Tafel 1 gibt eine Typeniibersicht, die

Tafeln 2 und 3 zeigen die technischen Daten. ) fir K176 AAB und K176 AA9; ) je Gotter oder Triggerelement

S 0.22mA; 3 fir K176 ATl 1; %) Gattereingang; 5) Triggereingang
Die in den Bildern 2 bis 13 vorgestellten Bauelemente repra-
sentieren den gegenwdértigen Stand. Mit folgenden Typen soll
die Reihe u. a. ergéinzt werden:

18stufiges statisches Schieberegister, flinfstufiger BCD-Zahler, i Bild 1: Geh&use-
Dezimalzéhler mit 7-Segment-Dekoder, 14stufiger Frequenz- i abmessungen
teiler, zwei vierstufige statische Schieberegister. =il Bild 2: K 176 Al 4.
Ei a) AnschluBbelegung;
b) Innenschaltung
- fox 2 Bild 3: K 176 AE 5.
a) AnschiuBbelegung;
. b) Innenschaltung
ol !
g
Bt \
;Masueilg
Tafel 1: Typeniibersicht der CMOS-Serie K 176 ; . i
Typ alte Bezeichnung Bild | |
% I} i £
K176 AA 7 K 1 AB 767 5
K176 AAs K 1 AB 768 6 r:r —r‘
K176 AA 9 K 1 AB 769 7 5 : _:-i' o
K176 AE 5 K 1 AB 765 3 %‘
‘K176 AE 6 K1 AB 766 4 .
K 176 AE 10 K 1 AB 7610 8 =N SN E‘L L A
K 176 ATl 1 K-+ All 761 9 A A ¥ l y 3 ¥ a
K176 ATl a K 1 AB 764 2 ) ! ! ! . A o7
K 176 Al 11 K 1 AB 7611 10" e b é ég
K 176 AIT 12 K 1 AB 7612 1 2
K176 TM 1 -~ K1 TK 761 12

K 176 TM 2 K1 TK 762 13

Tafel 2: Umgebungsbedingungen (Grenzwerte)
fiir die Serie K 176

i W —f N
Temperaturbereich : #y = —10---70°C -
relative Luftfeuchtigkeit bei 20 °C 98 %
mehrfache Temperaturzyklen —10---70°C ‘—E H aL' 5|L4 4
Vibrationsbeschleunigung im Frequenzbereich ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ § ¥‘-
von 5---600 Hz =59 ¢ ¥
.mehrfache StoBbeschleunigung <15g i k 40 i n

lineare Beschlennigung S ag 3
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m - Integrierte Schaltungen
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a) b 7 LSL-Serie K 511

Bild 4: K176 AE 6. a) A
Bild3: K176 AA 7. a) A
Bild6: K176 AA 8. a) A

hiuBbel gung; b) u. g
hluBbel gung; b) | i hal g
hiuBbel gung; b’ I el g

Bild 7: K 176 AA 9. ) AnschiuBbelegung; b) Innenschalfung
hluBbeleg
Bild 9: Universalgatter K 176 AIl 1

Bild 10: AnschiuBbelegung des K 176 AIl 11
Bild 11: AnschluBbelegung des K 176 AIl 12
Bild 12: AnschluBbelegung des K 176 TM 1 (2 D-Trigger)
Bild 13: AnschluBbelegung des K 176 TM 2 (2 D-Trigger)

Bild 8: K 176 AE 10. a) A

bl

g; b) |

Die Serie K 511 beinhaltet integrierte Schaltungen der lang-
samen stdrsicheren Logik. Wegen des groBen Stérabstandes
sind diese Bauelemente besonders fiir den Einsatz in Gerdten
dér Steuer-,. MeB-, Regelungs- und Vermittlungstechnik ge-
eignet. Es liegt positive Logik vor {log. 0 & L, log. 1 2 H). Die
Serie soll auf etwa 18 Typen erweitert werden. Die Bauele-
mente werden im DIL-Gehduse geliefert, Bild 14 zeigt dessen
Abmessungen. Tafel 4 gibt eine Ubersicht iiber die vorhan-
denen Typen. Tafel 5 zeigt die technischen Daten der IS dieser
Serie, die auch in den Bildern 15 bis 22 mit AnschluBbelegung
und Innenschaltung vorgestelit werden.

Tafel 4: Typeniibersicht der LSL-Serie K 511

Typ Bild
K 511 AA1 15
K511 AA 2 16
K 511 AA 3 19
K511 AA 4 17
K511 AAS 18
K511 AM1 22
K511 1Y 1 20
K511 1Y 2 21
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Integrierte Schaltungen

Tafel 5: Elektrische Daten der IS der Serie K 511

Betriebsspannung
Ausgangslastfaktor
Stromaufnahme
Eingangsspannung
Eingangsstrom
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom§)

Verztigerungszeit

Lastkapazitat

Ug =15V 15V
Upmax =22V
Ng =25

lgr, = 30 mA!) ; 24 mA?) ; 22,5 mA?) ; 20 mAY);

15 mAE) ; 12 mAf)

Ipg = 10 mAY)3) %) ; 9 mAF) ; 7,5 mA?) ; 5 mAS)
Upr=s6V; =—05V
Un=8V: 2165V

—lj, < 0,48 mA

lin = 5 pA

Upr, = 1,5V; = 045V9)
Upn = 12V7)

lou = 100 £ A% ; 30 F;‘\"U)
tou = 150 ns; = 200 ns®)
toru < 300 ns; < 400 ns'!) ;
< 250 nsf%)

C. < 0,68nF

Anmerkungen

.,

1) fir K511 AA T und K511 AAS; 3 fiir KSMTIY 1 9 fir K511 AA 2;
4§ fir K511 1Y 2; 5 fir K511 AA 3 und K511 AA 4; 9) far K511 AHM1;
M) auBer K511 A1 und K511 T1Y 1; & nur fiir K511 AH1; K511 1Y 1 und
KS1MIy2; ® Ugg=165V; ") Ugg=55V; ) fir K511 AA3 und

K51 AAS

ald

—of!

17
o8
Bild 14: Gehdiuseabmessungen = =
Bild 15: K 511 AA 1. a) AnschluBbeleg
Bild 16: K 511 AA 2. a) Anschluibel s B I I 7
Bild 17: K 511 AA 4. a) AnschluBbelegung; b) Innenschaltung 3 & 0
Bild 18: K 511 AA 5. a) AnschluBbeleg 18 '
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Bild 19: K 511 AA 3.
ul.. "Bl_'_'::h" el
(rechter Teil der Gleichung negiert)

Bild20: K511 IV 1.
a) AnschluBbelegung; b) Innenschaltung

Bild21: K31 Iy 2.
a) AnschiuBbelegung; b} I ———

Bild 22: K511 AH 1,
@) AnschluBbelegung; b) Innenschaltung

@

~——oRs
1

Fatatay
=

[P —
= ol

ECL-Serien 100 und 500

Die emittergekoppelte Logik (ECL) zeichnet sich durch sehr
geringe Signalverzégerungszeiten aus. Demgegeniiber steht

_ die relativ hohe Leistungsaufnahme einer Funktionseinheit.

Diese IS werden dort zweckmdBig eingesetzt, wo es in der
Hauptsache auf hohe Operationsgeschwindigkeiten ankommt.
Beide Baureihen 100 und 500 sind elektrisch tnd in der An-
schluBbelegung identisch, die IS der Reihe 500 befinden sich
im DIL-16-Gehduse, die IS der Reihe 100 im, Flat-Pack-Ge-
héuse (Bild 23). Fiir beide Serien wird ein einheitlicher Ty-
penschliissel verwendet, der sich nur in der Seriennummer
(erste drei Ziffern) unterscheidet. Der Einfachheit halber wird
in den Bildunterschriften nur die Typenbezeichnung der Serie
100 verwendet. Den Werten 1 und 0 wurde die Bezeichnung H
(high) und L (low) rugeordnet. AnschluB 8 ist fiir die Speise-
spannung Up, die Anschliisse 1 und 16 sind der Masse vor-
behalten. Tafel 6 zeigt die technischen Daten der ECL-IS.

AuBer den in den Bildern 24 bis 52 konkret mit Aufbau und
AnschluBbelegung vorgestellten Bauelementen werden noch

folgende Typen in den beiden ECL-Serien angeboten: =
Bus-Treiber 100 U128 500 MAI128
Bus-Treiber 100 129 500 MI1 29
Bindrzdhler 100 ME 36 500 ME 36
dekadischer Zahler 100 ME 37 500 UE 37

4 D-Trigger 100 TM 73 500 TM 73
Volladder 100 MM 80 500 1M 80
1024-Bit-PROM 100 PE 49 500 PE 49
4-Bit-Schieberegister 100 P 41 500 P 41
256-Bit-Lese-Schreibspeicher (RAM) 100 PY 44 500 PY 44
16-Bit-Lese-Schreibspeicher (RAM) 100 PY 401 500 PY 401
4-Bit-Assoziativspeicher 100 PY 402 500 PY 402.

Tafel 6: Elektrische Daten der Serien 100 und 500

Arbeitstemperatur
Betriebsspannung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung

Eingangsstrom

Verzégerungszeiten

Leistungsaufnahme je Gatter

9y = —10:+.75°C

—Up=52V£026V"

—Un 208V

—Up =185V

—Uon = 0,81--:0,96 V
_UOL = 1.65“ '1.35 V
hu < 350 wA

liy = 0.5 uA

tpL = 2,9 ns

tor = 2,9 ns

P, =25 mW

648 25 (1976) H.19/20 radio fernsehen elektronik



Integrierte -Sd'lahungen

S5max _ __ 105min

45 max P
|
i
:Sﬁ |
OEI[IE G[

|e2max_|
E_..!st__._;___h

W@y e ta by =

¥ Anschiisce
[

2max 125 3512512512512512.51 max ) T~
230 - Zams 23b

; 5
. Bild 23: Gehtiuseformen. a) Dual In Line; b) Flat-Pack
iz ﬁ ) Bild 24: NOR-OR-Gatter. a) Symbol; b) ECI.-Orundﬂ:hullung
; . Bild 25: Widerstandsmatrix 100 HP 400
Bild 26: NOR-OR-Gatter 100 AM 01
¥ Bild 27: NOR-Gatter 100 AM 02
o % ; Bild 28: NOR-OR-Gatter 100 AM 05
z At = Bild 29: Leistungs-OR-Gutter 100 AA 102
% o ! Bild 30: OR-Gatter 100 AA 10
s : ! Bild 31: NOR-Gatter 100 AM 09
T \ " . Bild 32: NOR-Gatter 100 AB 06
V== XivXeviav X Bild 33: Antivalenz-Gatter 100 Al 07
Bild 34: Impulsformer 100 Al 15 =
Bild 35: Leistungs-NOR-Gatter 100 AE 11 und 100 AB 112
Bild 36: Impulsformer 100°ATl 16 und 100 All 162
2. PR O A A 1 Bild 37: OR-AND-Gatter 100 AC 18
800 £120
—— 2 . :
. 8002120
..-—%2.9 ! ('°_"'_I_{*—°2 so— l—oz
—S—0lp = o35 50— .
8004120 L . 47—
5 70 D - go—{ ! L . 5o
S0 s - o5 70— 3 so— 1 o> so— ! |—o2
500275 : T §o— 6 o— —o0 3 50— 03
=~ 15 100~ ' g—ol Wo—o ' 5 100— 70— 04 70— —L
500475 -— o511 11— 10—
'_5%;;‘,5_'*’ | - . - 90— | |—op2 go— ! oz
Y 13o—— ’ 15 120— 5 0 130— 1% 10— 13 10— L o73
rz::-—--#—_FZs 130— 16 120— 015 No— L —oi4 11— L o1
Y _ _
25 26 27 28 29 30 31
s T &
4 o—
50—
to—8 F ] . = —o2
—o? 69—
50— 70
F
4 o— 60— . o—{
£ o—f 70— 0 50— ! 2z g i &
- =1 60— E] - —
So— 10— y 7 o 4 Fio )
7 o— 1Ho— 7 ] ST
F 4o 2 Po—— !
10— 12 . 10— 2 o]
LT 13 ’ , 11— O I 4 ol
32 33 34 35 36 37
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Adresseneinginge
Ay As - Ay Ay A ed
% 5% b ‘fo s?»[b N
’
Adressenpuffer/ Dekoder
v 116
c 17
I EXC . |
\
— go T[T 03
Spaiten- — 4 o T
© selktion | — On b
— 16 x4 50— : &
] I Array 50— . 5%
=7 | =
70— I
ol Verriegelung §o— -
o5 ] —o2
- 50— -] | = oc 0 l—og % o— -
i I o o=y 1 s«
Daten-,15 Ausgangs- | o 90— 2 2 —o4 —
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47 48 49 e
o
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L7
Bild 38: OR-AND-NAND-Gatter 100 AK 17 AMBild 46: Zwei D-Trigger 100 TM 34 [-S—
Bild 39: OR-AND-NAND-Gatter 100 AK 20 Bild 47: 64-Bit-Schreib-Lese-Speicher (RAM) 100 ,205
Bild 40: OR-AND-Gatter 100 AC 19 PY 80 =
Bild 41: TTL-ECL-Pegelwandler 100 [1Y 24 Bild 48: 12-Bit-Paritétsgenerator 100 HE 60 1
Bild 42: ECL-TTL-Pegelwandler 100 [1¥ 25 iBild 49: 3-Bit-(1 aus 8)-Dekoder 100 H/ 61 und , U §
Bild 43: OR-AND-NAND-Gatter 100 AK 21 100 HJ 62 ﬁﬂs
<}-Bild 44: Je zwei D-Trigger 100 TM 30, 100 TM 31 4Bild 50: Multiplexer 100 U] 64 , —
und 160 TM N2 Bild 51: Ubertragseinheit 100_““ 79 L7
Bild 45: Vier D-Trigger 100 TM 33 Bild 52: 4-Bit-Recheneinheit 100 HIT 81 L
Sd o



i

EN

17 o—
— 15 o—p
13 o—
7 27 0—
200~
18 0—1 4
190— B
16 o— A2
11 00— Ez

JoA I Ju
~

S ooy
a

e
§o—
22 0—

5 P
n

TREE
(=0 =]

52

o

=

TTL-Serien

Die Serien K 130 und K 131 sind Hochgeschwindigkeitsserien
mit nahezu gleichen Parametern. Unterschiedlich sind ledig-
lich die verwendeten Gehduse: K 130 befindet sich im Flat-
Pack-Gehduse, K 131 im Dual-In-Line-Gehéduse, Diese Serien
entsprechen der Reihe D20 aus der DDR. K 133 (Flat-Pack)
und K 155 (DIL) bezeichnen die Standard-TTL, die der D-10-
Reihe entspricht. Zusdtzlich gibt es die Low-Power-TTL-Serien
K 136 (Flat-Pack) und K 158 (DIL). Die Tafel 7 zeigt eine Zu-
sammenstellung der sechs Serien, wobei sich in jeder Zeile
funktionsgleiche Bauelemente befinden. Der Anschaulichkeit
halber wurde der entspred'lende DDR-Typ — soweit vorhan-
den — mit aufgefiihrt.

Die Bilder 53, 54, 55 zeigen die MaBzeichnungen der ver-

wendeten Gehduse. In der Tafel 8 sind die wesentlichen tech-
nischen Daten der sechs TTL-Serien zusammengestellt, Tafel 9
zeigt einige Daten von komplexen Standard-1S. Die Bilder 56
bis 86 zeigen die logischen Strukturen der einzelnen Schalt-
kreise. Die Typenzuordnung ist der Tafel 7 zu entnehmen,

Verwendete Kurzzeichen

A = Adressen- FE = Freigabeeingang
eingdnge IiL = Eingangsstrom

BA = Betriebsart- bei logisch 0
steuerung “ g = Eingangsstrom

CL = Lastkapazitét bei logisch 1

D, Dy = |Informations- ... = J-Eingdnge
eingéinge Ki.:. = K-Eingdnge

ES = Serieneingang N = Erweiterungs-

FA = Freigabeausgang eingang

Integrierte Schaltungen

Q,Qy = Datenausgéinge Us = Versorgungs-
B — po spannung
R.R == Rigeieml]- U, = Ubertrags- ~
eingéinge :
RL = Lastwiderstand U . E’;Eg;"g
S .= Ladeeingang o - ause;ur:ggs-
gﬂ' S ; ;f::;:sgange Wo W, = Schreib.eingﬁnge
T — Xg_“ = Dateneingéinge
LT SNENaSng IR » = Zg&hlausgang
Tr = Takt riickwérts riickwarts
Ty = Takt vorwérts 2y = Z&hlausgang
tn = Zeitpunkt vor, vorwdrts
dem Taktimpuls 9,4 = Arbeits-
Th o+t = Zeitpunkt nach temperatur
dem Taktimpuls % = Summenausgang
= 19,0max "
£E
38
|
i |
o4smin| ||| 41
qﬁm‘;!: | min S
A max f 2.52q1
2g5| |, exasastor |
112 on w9 8
ANAANANNN |
&
%@3’,5,5 51

53
|
g‘;gmnu 1.2min {
Il L3max 25
205 i"' . 2x25-175201
% 15 X 13012 11 10 9 )
AVAYAVAYAVANAYA
13
h‘_q. N E1|
=l i
\YAYAYAYAVAYAYAY,
54 1 2 3 4 5 6 7 8

Bild 53: MaBzeichnung des
DIL-14-Gehduses

Bild 54: MaBzeichnung des
DIL-16-Geh&uses (fiir die
Typen K155 TM 7,

K 155 HE 6, K 155 HE 7,
K155 HE 8, K 155 UM 3,
K155 PY 2)

Bild 55: MaBzeichnung des
Flat-Pack-Gehduses fiir
14 Anschliisse
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Tafel 7: Ubersicht liber die TTL-Serien

—~
K130 K13 aqui- Bild [K 133 K 155 dqui- Bild | K138 K 158 'Bild | Funktion
’ valente valente '
: DDR-Typen .| DDR-Typen
5#1/11.!\5303 K1AB313 D200C 56 K1AB333 K1AB552 D100D 56 K1AB33 K1AE583 56 4 NAND-Gatter
& K1AB39 K1AB39 K 1AB 3311 K1 AB 5511 K1AB368 K1 AB 588 mit je 2 Eingéngen
d K1 AB304 K1ABE314 D210C 57 .K1AB334 K1AB554 D110D 57 K1AB34 K1AB588 57 3 NAND-Gatter
K1AE 3010 K1AB 3110 L K1 AB 3312 K1 ABS5512 K1AB369 K1 AB 589 mit je 3 Eingéingen
K 1 AB 301 K1ABIMN D220 C 58 '&K 1 AB 331* K1 AB 551 Di20D 58 K 1 AB 361 K 1 AB 581 58 2 NAND-Gatter
K1AB307 K1AB3n? K1 AB339* K1 ABS559 K1AB 36 K1 ABS58s mit je 4 Eingéngen -
K1AB32 HKi1ABEHM2 D20C 59 {*K1J\E332 K1ABS52 D130D 59 K1AB362 Ki1AB582 59 _ 1 NAND-Gatter
K1AB308 K1AB318 K1 AB 3310 K1 AB 5510 - K1AB 367 K1 AB>5s87 mit 8 Eingdngen
4eK1AB306 K1AB316 D24C 58 pK1AB33 Ki1AB5s56s D1aD 58 3 58 2 Leistungs-NAND-Gatter
% K1 AB 3313 K1AB5513 ® mit je 4 Eingéingen T
IJeK1AP301* K1AP31 D251C 60 él{l AP 331* K1APS51* D150D* &0 Ki1AP31 K1APSB1 85 2 AND-NOR-Gatter
K1AP305* K1 AP35 - K1 AP 335° K1AP555° C K1AP 365 K1 APS58S * mit Je 2X 2 Eingéingen
{ge K1AP303* HK1APN3 D25sacC 60 K1AP333* K1APS53* D153D* 61 K1AP363 K1APS83 61 3 AND-NOR-Gatter .
K1 AP 306* K1 AP 316 K1 AP33s* K1 AP 556* - K1AP 366 K1 AP 586 mit je 2 Eingtingen und
v . y 1 AND-NOR-Gatter
o mit 3 Eingéingen
K1A301 K1AMam 62/ K1AMI33t K1Alls51 DD 62 * 2 Expander mit Je 4 Eingéngen
(« K1AM333 K1 A3 63 . 1 Expander mit 8 Eingéng
. _K1AB335 K1AB 55 64 K1AB3610 K1AB5810 64 1 NAND-Gatter
b K1 AB 3314 K1 AB 5514 . mit 4 Eing8ingen.
& K1AB 337 K1 AB557 58 2 Leistungs-NAND-Gatter mit
K1AB 3315 K1 Ab 5515 je 4 Einglingen und
' offenem Kollektor
LK1 AB 338 K1 AB 558 65 4 NAND-Gatter mit
K 1AB 3316 K1 AB 5516 : : . je 2 Eingéngen
! und offenem Kollektor
aw Ki1AP332 K1 APS552 66 K1AP368 K1APS588 66 1 AND-NQR-Gatter
K1AP337 K1APSS? . * mit 2 X 2 Eingéngen
K1AP 304 K 1 AP 314 67 FIK1 AP 334" K1 AP554* 67 K1AP 364 K1AP584 86 2 AND-NOR-Gatter .
K1AP 307" K1AP27 K1 AP 338* K1 AP558° K1AP367 K1AP 587 mit je 4 X 2 Eingéngen
K1AM332 K1AlSss2 e ! . 1 Expander mit 4 Eingdng
K1TK 31 6 K1TK331 K1TKs51 D172D 69 K1TK361 K1TKS581 1 JK-Master-Slave-Trigger
K1TK332 K1TK52 D174D 70 £ D-Trigger )
§ {flankengetriggert)
K 155 ME 1 7 Dezimalzéhler (bis 10 MHz)
- XK 155 HE 2 T 72 - Dezimalzdhler (bis 18 MHz)
K 155 HUE 4 73 1 :-12-Teller '
K155 HE 5 74 Bin#irzéihler
i o155 HMP1 DI195C 75 4-Bit-Universalschieberegister
155 TM 5 76 ’ 4 D-Trigger
K155TM 7 . 77 4 D-Trigger mit invertierendem
. Ausgang
K155HME6é D192C 78 . synch dekadisch
- . * - Vor- und Riickwértszéhler
K155 ME7 D193C 79 ! synchroner bindrer
: . Vor- und Riickwdrtszéhler
K155 HE 8 B8O Frequenzteiler
K155 UM 1 81 1-Bit-Velladdierer
. VK155 HMM 2 82 2-Bit-Volladdierer
K15 MM 3 | 83 4-Bit-Volladdierer
“ K1s5PY 2 84 : 64-Bit-RAM
% it Bapndor g anENTR def&tw _
So0— 4
70— o=
-bam S 13— ¢
20— 5 10—
Jo— o—
40— ;o— 2°—T L_“ ;:-:_
= 7 G %A S 30—
o . o—l
§o— :o—« s 4 0t . =
190— 120— 50— — S
11— 130— ‘o___ 50—
1 =U 1% = U, n i
7 - Masse ? o Mcsse 120 , 4§ o
’ N . S -
56 57 58 59 60 7 =Masse s BSaE 62

652 25 (1976) M.19/20 radio fernsehen elektronik



lntegrierte_ Schaltungen
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Tafel 8: Daten der TTL-Serien (Gatter) B
Hechgesct digkeits-TTL Standard-TTL Lelstungsarme TTL
Serie K 130 Serie K 131 Serie K 133 Serie K 155 Serie K 136 Serie K 158
Gehiiuse Flot Pack DiL Flot Pack DIL Flat Pack DiL
Betriebsspannung Usgin V 5+ 10% 5+5% " 5+ 10% 54 5% 54 10%. 5+ 5%
Arbeitstemperaturbereich By In°C —60- - -4-125 —10---475 ~60---4125 —10---470 —60---4+125  —10---+4-70
Ausgangslastfaktor No 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 10
typ. Verlustleistung je Gatter Py in mW 25 BO 35 35 = 21 2.1
max, Eingangsspannung bei log. 0 U inV 08" 0.8 0.8 0,8 0.8 0,8
min. Eingangsspannung bel log. 1 UminV 2,0 2,0 ) 2,0 2,0 2,0 2,0
maox. Eingangsstrom bei log. 0 =l in mA 23 2,3 2,0 2.0 0,55 0,55
max. Eingangsstrom bei log. 1 lig in uA 70 70 100 100 400 28,0
max. Ausgangsspannung bel log. 0 Ugn inV 0,4 0.4 0.5 0,5 0,3 0,4
min. Ausgangsspannung bei lag. 1 Ugy in V ~2,4 2,4 2,4 2.4 2,4 2,3
max. Ausgangsstrom bei log. 0 loy, in mA 16,0 16,0 4,0 50
max. Ausgangsstrom bei log. 1 lon in mA 1.0 ‘1,0 0,45 0,32
max., Einschal Hv g 1]
(Us =5V, Cy =30 pF) tpr in ns 10-+416 10-+-15 | 15--.28 15:-:28 60---140 60130
max. Ausschaltverzégerungszelt ’ :
(Us =5V, Cp =30 pF} tpru in ns 12.--16 12---18 22.-.50 22---50 60---140 60---140
1
w
Tafel 9: Technische Daten einiger komplexer IS der Standard-TTL
K1 TK K1 TK 332
K1TK551 K1TKS52 "K155HE1 K155HE2 K155ME4 K155MES5 Prifbedingungen
Ausgangsverzégerungszelten vom Takt-
‘bzw. Z&hleingang 2
toue in ns < 40° <40 <100 < 100 <100 <135
tpin in ns <25 £25 < 100 < 100 = 100 =135
Ausgangsverzégerungszeiten von R bzw. S \ "
tpn in ns : s 4 sS4 3. = ;5\;--25 C
g =
“DLHII'I ?s ARt boali ; =3 =% CL=13pF £ 15%
Ausgang: rom —lgs in mA 18---57 Ry = 390 @ + 20/
Eingangsstrom am Z&hleingang C; ; sy e v
=l in mA \ ) 3,2 3.2
I In mA 0,08 0,08
Eingangsstrom am Zéhleingang C;
—h In mA 6.4 32
I in mA 0,16 0,08
Eingangsstrom an' R —MhiL in mA 1.6 1.6 1.6 1.6
hn in mA 0,04 0,04 0,04 0,04
’
i
yuad 8] T
8 20— R | T 20— 0 B
Jo— 1 S—
N 20 Jo— / Jo—] ¢
Jo— 4 o— o048 — Y06
40— So— 1 o— R
10 0— & ) ;2°_>C 1wo—, S T
10— el ra —— Y
11— 2T 120 90— o ©
b 130 10 o— . O—of 5
- 171 0—— 120——
90—T & Sy = -
g mo—y S Bo— R T_“
10°— T -
= 14 = Uk 14 =, 14 =
K?-gsmsg ?-.ﬂgasu 7'#?0;59 ?.ﬁ,‘
66 67 69 7.
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Eingtinge Zahl der Ausgiinge
s Takt-
impulse 8(Xy)e— &7
— Sfx?."‘_‘
R FE Slrobe_ Xq X3 X3 Xy Xg Xg N Q Q FA . R 6(Z,
— 10(x3) o——r"
LA of1 o/t 01 o1 01 oN o1 1 (] 1 1 1xg) = /3)
Q 0 0 0 0 [i] 0 0 0 64 1 0 =0 1 "
0 o o 1 o o o0 0 O 64 1 1 1 1 [
0 o o ©o 1 o 0 0 @ 6 2 2 1 g?‘;j: 7]
] 0 0 0 0 1 0 1] 0 64 1 4 4 1 %
o 0o o, [0 o o 1 o o |e 1 8 8 1 T — p=e
9 0 .0 0 0 0 0 1 0 64 1 16 16 1 2(Xg)
o 0 o o o o o a 1 64 1 32 32 1 7T 7
0 0 o0 111 a1 64 1 |e e 1 ]
o o a LA B 64 0 0 63 1 3w e
9 0 o o 0o 1 0o 1 o 64 1 20 20 1 I e) N G
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R Anzahl der 14= Ug LT
Impulse 7= Masse D '
80b 8
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i =g
Ge)
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3(F, ) o~
Funidionstabelle o= Masse
Speicher-  Schreib- |  Speicher =
i l verhalten Ausgangszustand -
S
0 0 Eiinschreiben | invertiertes Eingangssignal
0 1 Auslesen rtiert angesteverfes Signal
7 0 keine Anderung Eingangssignal
7 1 keine Anderung gesperrt
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Lineare integrierte

s h I Bild 87; Gehduseabmessungen der Typen 1 YT 402, 1 YT 405, 1 ¥T 971
c<na tungen Bild 88: | haltung des Operati tdrkers 1 YT 402
Bild 89: Schaltung fiir nichtinvertierenden Betrieb
Bild 90: Schaltung fiir invertierenden Betrieb
) ‘ « Bild 91: Abh&ingigkeit der Stromaufnahmen von der Versorgungsspannung
1 " 402 Bild 92: Abhéngigkeit der Spannungsverstiirkung von der Versorgungs-
spannung . E
Der monolithisch integrierte Operationsverstdrker 1 YT 402 ist Bild 93: Abhiingigkeit der Offsetsg g von der Versorgungssg 9
speziell fir Anwendungen in der MeBtechnik gedacht. Bild 87 Bild 94: Abhiingigkeit des Ausgangssp gshubes U, von der Versor-
zeigt die Gehduseabmessungen und Bild 88 die Innenschaltung gungsspannung
des Verstarkers. Die Grundschaltung fiir den nichtinvertierenden Bild 95: Abhéingigkeit des Eingangsstromes von der Versorgung g

bzw. den invertierenden Betrieb ist im Bild 89 bzw. im Bild 90

: Bild 96: Abhéingigkeit des Offsetstromes von der Versorgungsspannung
angegeben. Die Bilder 91 bis 105 zeigen charakteristische

Kennlinien des Verstérkers, In der Tafel 10 sind die techni- Bild”’m"‘a"’:““j”“o" e . HecTamp
schen Daten der IS1¥YT 402 zusammengefaBt, Tafel 11 zeigt Bild 98: Abhtingigkeit der Sp g g von der Temperat
die Werte fiir die Korrekturglieder. Bild 99: Abhéingigkeit der Ausgangssp g von der Temperatur bei
V= R, =1kQ )
Bild 100: Abhiingigkeit des Offsetstromes von der Temperatur

) Bild 101: Abhéingigkeit der Str fnal von der Temperatur bei U, =0
Tafel 10: Technische Daten des Verstdrkers 1 YT 402 :

1 YT 402 K1YT402A K1Y¥YT402B
Spannungverstéirkung Vy
(bei Ry = 1 kR2) 3,5 108+ 2105+ 3. 10%..
1,5 -10% 2-10° 3,5 - 108
Offsetspannung Ujg inmV < 5 =10 =10 Cs
Eingangsstrom |y in nA < 700 < 1500 < 1500
Offsetstrom I in nA < 200 < 500 < 500
Ausgangsspannungshub
(bei Ry = 1 kQ)
Ug inV =10 =10 =3
Ug-inV = =10 <-—10 <—3
Eingangswiderstand R,
in k@ = 300 = 300 = 300
Eingangskopaziztéit C, 39 HeAY ~HeY 90 sy -asv
in pF =4 . =4 =4
Temperatudrift der z
Offsetspannung dUo/d¢
in wV/K <20 g2 - <20 - . ,
Temperaturdrift des 1¥T402 | P 1¥7 402 i
Offsetstromes Aljg/44 l T t T [
in nA/K <3 Z r
Stromaufnahme ls; inmA < 8 =12 =7 | 4 = s {
lssinmA <8 <2 <7 P Ups g % Fa+20°C |
Betriebsspannung il i A = T
Us.inV 12,6 12,6 6.3 = | L . |
Us_inV 12,6 12,6 6,3 | ) ] |
'3 . 200 5 ] 0 2
. g in ¥ ——w—
95
Tafel 11: Daten fiir die Korrekturglieder 0 -
Korrekturglieder eingestelite Verstirkung = +20°C
+1 1 100 4 \\ Uy -
C;in pF 6 800 3300 2200 2 200 N
Cyin pF 33 000 33 000 33 000 33000 ‘\
Cyin uF 1 0,1 0,25 — "
C:in pF 2200 1200 730 750 -8l
C; in pF 15 000 6 800 6 800 6 800
Cein pF 100 00 4 100 100 AN
Ri In k@ 10 10 10 10 L
Ry in kR — 20 n 10 -2
Rj in kR 10 20 110 1000 4 6 8 10 12 %
Riin Q 200 200 200 200 g in V ——
Rs in © 100 100 100 | 100 ’ 94
Rg in @ 1 1 1 1
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21 92 93
120 f |
1¥T 402 | %0
1 =T | + 2712 1¥7402
100— R — —
T T 1 > e B
E S =200 E ae ____...-"--"' ™ ool "--.._-.._‘
o % ] ' 8 ™~
S . § 2
| 04
s 0 1w % & 50 20 -60 o ) 120
$U in Y —— > inoC — == > in T
96 97 98
b4 | T
R
[ ) 800 .
R B I | ) ! [1yr 402
N 1¥1402 N
F 6 —i- - \\
-3 R
Y
A i 2 500 8
07 | . L ¢ ! g [~ r— 1¥T402
2 S : *
-] S = \"h.._ £ a2 ~t—
O T 1] N oy ~~
Tt 200(- >~ “
| |. L
% : - 720 -80 0 80
50 0 60 120 o it s *in ¢ —=—
.\,-_ !‘ﬂ 'C = —
29 100 101

tadio fernsehen elektronik 25 (1976) H.19/20

659



Integrierte Schaltuﬁgen 1

Gy 5
] | l1yreoz ”G i ' 1¥1 402
B ! :
= bR - R
: O s PPN SRNELN
ve-100 \ € 20 n o - W ININN || _'\
" | = ~_ V=1 \\14,--10
V=-10 I i | l | =
-60 0 60 120 107 107 107 10
' i 0 - fin Hz ———tm—
- 103 105
T ;
1¥T 402 J " l 17402 | Bild 102: Abhlingigkeit der Verstlirkung von der
| ~y l Frequenz bei verschiedenen Verstlirkungsgraden
e (T Ww [ u“_.-syb-\ Bild 103 Abhéingigkeit des Eingangsstromes von
- \\\ der Temparatur
; of NI Bild 104: AbhBngigkeit der Spannungsverstérkung -
Vo1 Uy o= 5V von der Frequenz
NE Bild 105: Abhdngigkeit der Spanaungsverstiirkung
0% 0% 10% 205 706 von der Frequen: bei verschiedenen Verstiir-
f in Hz —— f in Hz —— kungsgraden
102 : 104 _ )
~1Y1 403

Der Operationsverstéirker 1 YT 405 ist universell einsetzbar. Er . Daten zusammengestellt, Bild 106 zeigt die Innenschaltung, im
hat zwei Transistor-Eingangspaare, dadurch erweitern sich seine Bild 107 ist die Grundschaltung fiir den invertierenden Betrieb
Einsatzmdglichkeiten. Der Schaltkrejs befindet sich in einem dargestellt. Die Bilder 108 bis 118 zeigen typische Kennlinien'
Gehé&use nach Bild 87, In der Tafel 12 sind seine technischen des Operationsverstérkers 1 YT 405.

Tafel 12: Elektrische Parameter des Verstérkers 1 YT 405

Eingang Us=16V 7 Us = t12V : -, Bemerkunge.n
min. typ. max. min.  typ. max. |
Spannungsverstérkung Vy im Leerlauf ) :?::::_:Eib x ‘Ex ﬁ | g ﬁ m By = +25°C
TR O E e
Eingangsbiasstrom Ip in pA :?:::::::fig 0‘;5 g:g ::g ?(f o T By = +25°C
Eingangsoffsetstrom !;o in uA 3: :: :: . :Io:::ri::;g . g:g? f’: g:g? - 10:: ¥y = +25°C
imele Ausgengusparmny TG s o tem e
Eingangswiderstand Rg In kQ . :T::::L::g]g ‘::0 ::D :go ?;0 0y = +25"¢
.Stromuufnuhma (Uy =0) Ig In mA _ 6.0 . 12,0 By = —60..-4-125°C
T B« e 3 B P ——
e Ry L 4 Th B e
e G i %518 I —
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Korrektur 1 Horrektur 2
PR
2% 2
Us+ -
1 07
[l] i
[l'] [I] e
Jl‘é::yerh'er!’nder - [] 107
ingang - -
invertierender . Km: ktur3
Eingang 2 2 —< y
nichtinver tierender e 500 .
Eingang 1 '% 11405
nichtinver tierender 500
: o Ausgang 4
Eingang 2 7 o5 L
K 1~ ""'l\-
£ P——
d;i'w
=& ] 80 20
,'I] - i \ $q e —w—
106 21 . 108
| 17 é0s [1.3:5: Ug=%6V
< 2,4, 6 Ug=212v
P
‘” ! ~ T Bild 106: Innenschaltung des Operationsverstéir-  Bild 111: Abhiingigkeit der imalen Ausgang
| 5 i A i ‘kers 1 YT 405 spannung vom Lastwiderstand
W 3 : bﬂ -2 Bild 107: HuBere Beschaltung flir invertierenden ° Bild 112: Verlouf der Spannungsverstiirkung in
i L | AIRJAY Betrieb 5. Abhéingigkeit von der Betriebispannung
o A ; S \\\ Bild 108: Abhéingigkeit des Ausgangswiderstandes  Bild 113: Verlauf der Ausgangsspannung in Ab-
51 Eingang T S: X 1 von der Umgebungstemperat héingigkeit von der Betrlebsspannung
P Wr [? {\\ 4 Bild 109: Verstdrkung in Abhtingigkeit von der -Bild 114: Abhlingigksit des Eingangsbiasstromes
” i N Frequenz ) von der Betriebsspannung )
f I b Bild 110; Abhéingigkeit 'der maximalen Ausgangs-  Bild 115: Abhéingigkeit des Eingangsofisetstromes
5 | | i$ i spannung vom Lastwiderstand von der Betriebsspannung
'z 5 W02 5 0 2 5 w0° . -
Fin MHz —— -
109
] ” S 10000 ,
TS ety o 7S |. [ ] ! 17 &5 [ ] |
- - = 8000 -
- e Ty niederohmeger
* Ii = <8 — ] lsidadd \bﬁm Eingang ™ //_
1 'Pf. = 54 ] .
> P //.. = m ‘w Wseles-t | A" -
+ L1 - =t [ —
P4 o A 2000 " hochohmiger
iLa R L | ] =11 | [ ™"
0 1 2 3 & 5 67 8 8§ ® 0 12 3 & 5 6 7 8 3 M .2-.?&!??!!!”?!.!2
Ry in k) ——— Ry in k) —— Ug bV —a—
110 11 \ 112
wras| | i » yras| | -1 -
* 8 - . L~ | + " ol adT% L
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.6 ] | /%w’ | a 5| Eingarg - Lt sal=lUs-1 *_” ; —~ ] /
s g e // T 1 } A" T = T
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Bild 116: Abhéingigkeit des Eingangswiderstandes von der Umgebungstem-
peratur

Bild 117; Abhtingigkeit der Eingangsoffsetsp g von der Betriebsspan-
nung ; ;

Bild 118: Abhéingigkeit der Eingangsoffsetspannung voh der L{lmgebungs
temperatur
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5~ K140 YA 8

Der Operationsverstdrker K 140 Y /I 8 hat einen SFET-Eingang
und damit einen extrem hohen Eingangswiderstand. Wegen
seiner hohen Leerlaufversttirkung laBt er sich vorteilhaft in
Schaltungen der MeBtechnik einsetzen. Der Verstérker ist ver-
gleichbar mit dem internationalen Typ uA 740. Das Bauelement
befindet sich in einem Gehduse nach Bild 119, seine Innenschal-
tung ist dem Bild 120 zu entnehmen. Die Tafel 13 gibt seine
technischen Daten wieder.

Tafel 13: Technische Daten des Operationsverstdrkers
K1a0¥Yls

K140 Yd8e A K140 Y] 8B
Betriebsspannung Us, inV 6---18, typ. 15 6:+-18, typ. 15
’ Us_inV -+ .18, —g++1—18,
typ. —135 typ. —15
Stromaufnahme lg in mA <3 =5
Grenzfrequenz fy in MHz 1 1
Offsetspannung Uip in mV = 50 = 100
Eingangsstrom Iy in-nA =02 <1
Spannungsverstéirkung Vy = 5- 106 =2-10°
Spannung tiegsgeschwin-
digkeit AU/t in V/us =2 =5
Betriebstemperatur &, in °C —45---70 —45.-.70
Us+
08

 de
—

?mrﬂrenaer 30
ngang —I_. K ’_I
T

nichlinvertierender 4 ¥ ﬂ
Eingang

(60 -
Offset- . }
kompensation 1

(20—

- ) n

120 H] ' -5

Us-

Bild 119: Geh&useabmessungen der Typen K 140 ¥] 8, 1 YT 531,
K1HT591, K1VCén, KS5YCoa, K5YCo042, K5HT 041, K5 HT 042,
K5HT 043, K5 HT 044 -

Bild 120: Innenschaltung des ISK 140 Y] 8



K1YT531

Der Operationsverstarker K 1 YT 531 &hnelt in seinem Aufbau
dem bekannten A 109 aus der DDR-Produktion bzw. dem in-
ternationalen Typ 709. Er ist universell einsetzbar. Sein Ge-
héuse entspricht dem im Bild 119 gezeigten, Bild 121 zeigt
seine Innenschaltung, in der Tafel 14 sind die technischen Da-
ten zusammengestellt. °

Tafel 14: Technische Daten des Operationsverstéirkers
K1¥T 531

Ki1¥Ts31 A K1¥Ts515b

Betriebsspannung  Us. in V 15 + 10% 15 + 10%,

Us_in V —15 + 107, —15 + 10%,
Verlustleistung Py in mW < 230 = 230
maximaler Ausgangsspannungs-
hub (R, =2 kQ) U, in V + 10 19
Offsetspannung Ug in mV S75) (Us =759 (Us
Offsetstrom lig in uA = 0.6} =1165V) S 0,6 = £165V)
Eingangsstrom | in A 21,5 <20
Spannungsverstérkung Vy (1,5:-:8,0) - 108 (1,0--+10) + 10%

Bild 121: Innenschaltung der IS K 1 ¥T 531

K1HT 59

Das Transistorarray K 1 HT 591 ist in den Stromverstérkungs-
gruppen A, B, B, I', A, E, &, U lieferbar. Es enthélt zwei npn-
Transistoren, die sich vorteilhaft z.B. fiir Differenzverstérker
verwenden lassen. Da sich beide Transistoren auf einem Chip
befinden, ist ein gutes thermisches Verhalten gewdhrleistet.
Das Gehduse entspricht dem im Bild 119 gezeigten. Bild 122
zeigt die AnschluBbelegung, die Bilder 123 bis 131 geben typi-
sche Kennlinien des Transistorarrays wieder. In den Tafeln 15
und 16 sind die technischen Daten dieses Bauelementes zu-
sammengestellt.

Tafel 15: Grenzwerte des 'i'funsistorurrnrs K 1 HT 591

Kollektor-Basisspannung Ucg L2V
Emitter-Basisspannung Ugg <4V

annung zwischen den Kollektoren Ugica SV
Kollektorstrom I¢ < 10mA
Kollektorimpulsstrom Itmp < 40 mA (7 = 30 us)
Verlustleistung Pyot < 40 mW

N

Integrierte Schaltungen

Eingangsfrequenzkompensation

& f) g Us+
<7
) ﬁ h
L K
V|
Ausgang
r\L L 4——>F6
invertierender ' '\{
Eingang 20 oS
Au: L
nichtinvertierender fresgg gngz—. o
Eingang kompensation
: ;
’ 0 4
121 Us—

Tafel 16: Elektrische Parameter dés Transistorarrays K 1 HT 591
bei 9, = 25°C + 10K

Wert MeBbedingung MeB- * Bemer-
' schal- kung
tung “
s. Bild
Emitterreststrom
Ieno in uA =05 Ugg =4V
Kollektorleckstrom
||:|(§:1': in _mﬂ 0,02 UClC‘.ﬂ =20V 132 -
GroBsignalstrom- :
verstéirkung hy e 20-+60 | Uegp =5V Al
40---120 | lg =1 mA B.E )
70---200 | f=50Hz B,
140 n=2ms LH
GroBsignalstrom-
verstérkungsverhdltnis .
hatgs/hagra 0,85 Ugp=5V AbisT
l[; =1mA
f =50 Hz
4 7 =2ms aH
Stromverstarkung 1.5 Uep =5V 133
bei hohen Frequenzen lg =1mA
Jhael f=108Hz
Differenz der
Basis-Emitterspannung
in FluBrichtung 3 Ueg =35V 134 AbisT
(Upes — Ugga) In mV 15 g = }¥mA AH
max. Kollektorreststrom
i(‘no in ,uJ\ 0,2 U(;B == 20 V
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des T istorarrays

Bild 122: AnschluBbeleg
- K1HT ™
& 8 4 2 Bild 123: Ausgangskennlini

tung fir L1 HT 391 A, J

Bild 124: Ausgangskennlini
tung filr K1 HT 591 B, E

Bild 125: A gskennlini

enfeld in Emitterschal-
enfeld in Emitterschal-

feld in Emitterschal-

Bild 127: Einﬁnngshnnllnlmfdd in Emitterschal-
tung bei kieinen BasisstrSmen

Bild 128: Elngangskennlinienfeld in Emitterschal-_
tung bei grofien Basisstr8men

Bild 129: Differanz der Emitterbasisspannung in
Abhiingigkeit von der Temperatur

Bild'130: Abhdngigkeit der GroBsignalstromver-

Uggy-Upg) in my —m=—

7 ~ 3 tung fiir K 1 HT 591 B, I stiirkung vom Emitterstrom in Emitterschaltung
: b Bild 126: Ausgangskennlinienfeld in Emitterschal-  Bild 131: Abh#ingigkeit der GroBsignalstromver-
122 tung filr K1YHT 591 T, H stirkung von der Temperatur In Emifterschaltung
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Bild 132: MeBschaltung xur Messung des Ladestromes zwischen den Kol-
lektoren

" Bild 133: MeBschalt g zur M
hohen Frequenzen

Bild 134: MeBschaltung zur Messung der Differenz der Emitter-Basisspannung

g der- Kleinsig Ted drkung bei

K1YC 671

Der dreistufige Verstirker K 1YC 671 ist mit p-Kanal-MOS-
FETs aufgebaut. Er. befindet sich in einem Gehduse nach
Bild 119. Bild 135 zeigt seinen Aufbou. In den Tafeln 17 und
18 sind die technischen Daten dieser IS zusammengestetlt.

Tafel 17: Elektrische Parameter des Verstdrkers K 1 YC 671
bei 3, =25°C + 10K

Spannungsverstdrkung Vy 500---1300
Drainstrom Ip in mA =35
Rauschspannung am Ausgang U,

in mV . <20

Betriebsspannung Us in V +12 £ 10%

Tafel 18: Grenzwerte des Verstérkers K 1 YC 671

Verlustleistung Pyoe in mW < 60
obere Grenzfrequenz f; in kHz = 100
Eingangskapazitdt C, In pF <80
Ausgangswiderstand R, in kf2 S0
'y
j L]
- 2

Bild 135: Innenschaltung des
1 Verstirkers K 1 YC 671

Integrierte Schaltungen

YT 9N

Der Verstdrker 1 YT 971 besitzt eine MOS-Eingangsstufe, MOS-
Verstirker und eine bipolare Ausgangsstufe. -Er ist als Vor-
stufe fiir Operationsverstdrker gedacht. Er befindet sich in
einem Gehduse nach Bild 87, seine®lnnenschaltung zeigt Bild
136. Die Bilder 137 bis 144 geben typische Kennlinien wieder,
Tafel 19 zeigt die technischen Daten des Bauelementes,

Tafel 19: Technische Daten des Verstirkers 1 YT 971

1YTONMA 1YT9MB 1¥YT9MB

Betriebsspannung Us, in V 15 15 15

- : Us.InV —15 ~15 —15

Verlustleistung Piot In W = 100 < 100 < 100

Spannungsverstéirkung bei - )

fo=1kHz Vi i =10 =10 210

Offsetspannung Uyg in mV < 50 < 50 < 100

Temperaturdrift der Offsetspannung )

4Uio/d9 in uV/K =5 -5 500 < 500

Stromaufnahme Ig in mA <3 <3 =3

Eingangsstrom I In pA < 50 < 50 <50

Glelchtaktéingangsspannungsberaich

UpinV ) =10 =5 =5

maximale Ausgangsdifferenz- [

spannung Iip + Us £ Us + Us _
* maximale Ausgangsspannung Uy, in V. 25 23 3

Up.inV =—5 z2-3 =z-3

Ausgangswiderstand R, in & < 1000 < 1000 < 1000
Klirrfaktor bei Uy =0,5V k in 9 <3 <3 =3
obere Grenzfraquenz f, in MHz =21 21 21
Gleichtaktunterdriickung bei -
fo=1kHz CMR in dB =60 =60 =60

¥ ~
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60 40 =20 20 40 60 80 .
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Bild 136: Innenschaltung des Verstiirkers 1 YT 971
Bild 137: Abhéngigkeit der Stromaufnahme von der Umgebungstemperatur
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Integrierte Schaltungen
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Bild 139:

Bild 138: Abhiingigkeit der Verstiirkung von der
Betriebsspannung (| —Us | = | +Us |}

Abhéingigkeit der Ausgangsspannung

Bild 141: Abhlingigkeit der Spannungsverstirkung
von der Temperatur

Bild 142: Abhéingigkeit der Ausgongsspannung
von der Temperatur i

von der Betriebsspannung (| —Us | = | +Us [}
Bild 143: Typischer Freq gang des 1 YT 971
Bild 140: Abhéngigkeit der Stromaufnahme von Bild 144: MeBschaltung fiir den Versttirker 1 YT
144 der Betriebsspannung (| —Us | = | +Usg |) Ly
S 4 -
Serie K 504

Die Serie K 504 beinhaltet rauscharme Verstdrker mit hohem
Eingangswiderstand fiir niedrige Frequenzen.

K5¥YC041 und K 5¥YC 042 sowie die Transistorpaare K5 HT
041, K5HT 042, K5HT 043, K5HT 044 sind auf der Basis
von p-Kanal-SFETs aufgebaut. Die Bauelemente befinden sich in
einem Gehduse nach Bild 119. Bild 145 zeigt die Innenschal-

tung der Verstdrker K5YC 041 und K 5YC 042, Bild 146 die
der Transistorpaare K5HT 041, K5HT 042, K5HT 043,
K 5 HT 044. Die Tafeln 20 und 21 beinhalten die technischen
Daten der integrierten Schaltungen, die alle in den Strom-
verstirkungsgruppen A, B, B geliefert werden.

5 4
5 4 2 ol
-
7
201 7
1 §_ 3 8
146

145

Ay
Bild 145: Innenschaltung der Verstéirker K 5 ¥C 041 und K 5 YC 042

Bild 146: Innenschaltung der Transistorpaare K5 HT 041, K 5 HT 042,
K5HT 043, K5 HT 044
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Tafel 20: Elektrische Parameter der Verstérker K 5 ¥C 041 und K 5 ¥C 042

bei #, = 25°C

(Steht in einer Typenspalte nur ein Wert, so bezieht sich dieser auf alle
Stromverstérkungsgruppen)

Integrierte Schaltungen

K 5 YC 041 | K 5 YC 042
A B B | A B B
Speisespannung Us in V 12 4+ 109, “12 + 10%,
Eingongssponnung Ugin in V —~0,3-+.2 —0,3::+2
Verstéirkungskoeffizient K 10---60 40---120 80---260 10---60 40---120 80- - -260
Stromaufnahme I in mA =10 ’ <10
maximale Ausgangsamplitude UginV = 0,2 =05 =05 =02 =05 =05
Rauschspannung U, in xV =23 <10
Eingangswiderstand Rgy, in MQ =1 < =05 <1 =1 < 0,5
Ausgangswiderstand Ry, in k2 <1 <1
Frequenzbereich Af in Hz 0,1---20 000 0,1---20 000
|
- -

Tafel 21: Elektrische Parameter der Transistorpaare K 5 HT 041, K5 HT 042, K 5 HT 043, K 5 HT 044 bei 9, = 25°C
(Steht in einer Typenspalte nur ein Wert, so bezieht sich dieser auf alle Stromverstéirkungsgruppen)

K5HT 01 |

K5HT 042 . I

K 5 HT 043 | K 3 HT 044
A B B | A B B | A B B | A B B

max. Gatespannung Ugss

inV L —10 —10 —10 ¥ —10

max. Gatespannung Ugs

inV —0,2 —0,2 —0,2 —0,2

Drainstrom lpss in mA 0,1---0,7 0,4---1,5 1.--2 0,1---0,7 0,4---1,5 1:---2 1,5---7,5 5---15 10---20 1,5---7,5 4---15 10---20
Gate-Source-Spoannung Ugs

inV =3 =5 =5 =5

Steilheit Grg in mA/N =03 =05 =08 =03 = 0,5 =08 =15 =3 =5 =15 =3 =5
Gate-Reststrom lgss in nA <2 . <2 <2 <2
Gate-Source-Differenz- < 30

spannung 4U in mV ' < 30 b

Steilheitsverhéltnis

im Transistorpaar

Gramin/Grs max = 0,85 = 0,85
Drainstromverhé&ltnis

im Transistorpaar

|D93mm“u53 mAx 2 0,85 = 0,85
Temperaturdrift

AU/43 in uV/K <50 < 250 <10 =300
Gate-Source-Kapazitét

Cis in pF =4 =4 =13 =13
Gate-Drain-Kapozitét )

Cop in pF <2 <2 <4 <4

Rauschfaktor F in dB =2 <2 =2 =2

.
-
n " .

Verzeichnis der Bauelemente

Transistoren )

- L
Typ Seite | Typ Seite | Typ Seite | Typ Seite | Typ Seitf Typ Seite
I'T 109 A bis ¥ 625 | TT 313 A bisB 627 | TT330 AbisH 628 | I'T 383 A bis B 628 | IT701 A 625 | KIT 302 A bis B 633
I'T 305 A bis B 627 | T'T 320 A bis B 627 | I'T 338 A bis'B 628 | I'T 402 A bis I’ 625 | FT 703 A bis 4 625 | KIT 303 A bis E 633
I'T 308 A bis B 627 | TT321 AbisE 627 | I'T 341 Abis B 628 | ['T 403 A bis IO\ 625:| T'T 806 A bis J 625 | KIT 304 A 633
I'T 309 AbisE 627 | T T32 AbisB 627 | TT346 A, B 628 | FT 404 A bis T 625 | TT905 A, B 628 | KIT305 A bis U 633
IT310AbisE 627 | I'T 328 A bis B, 627 | TT362A,B 628 | I'T 405 A bis T 625 | KIT103 E bis M 633 | 'KI1 306 A bis B 633
ITINE, &K H 627 | TT 329 AbisT 627 | I'Taze A 628 | TT612 A 628 | KIT1301 B 633 | KIT 350 A bis B 633
radio fernsehen 667
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-
Typ.

KI901 A
KI902 A bis B
K93 AbisB
KIToo4 A

KIIC 104 A bis A
KT117AbisT
KT201 Abis 4
KT203AbisB
KT 208 A bis M
KT 30

KT 301 A bis K
KT 306 A bis [
KT 312 Abis B
KT 315 A bis H
KT 316 Abis J
KT 325 A Bis B
KT 326 A, B

KT 337 AbisB .

KT 339 Abis J
KT 340 A bis J
KT 342 AbisT
KT 343 A bisT
KT 345 A bizs B
KT 347 A bisB
KT 349 AbisB
KT 350 A

‘KT 351 A, B
KT 352A,5
KT 355 A

KT 356 A, B
KT 357 A bis T
KT 358 A bis B
KT 361 AblsE
KT 363 A, B
KT 367 A

KT 368 A, B

“KT3M A

KT 372 A bisB
KT373AbisT
KT375A, B
KT A
KT 501 Abis M
KT 601 A
KT-602 A bisT

H‘.T&J.!AbisE'

KT 604 A, B
KT &05A, B
KT 606 A, B
KT 608 A, B
KT 610 A, B
KT 611 AbisT
KT 616 A, B
KT 617 A

KT 618 A

KT 626 A bis B
KT 627 A

KT 640 A

KT 704 A, B
KT801 A, B
KT 802 A

KT 803 A

KT 805 A, B
KT 807A, B
KT 808 A
KT 809 A

KT 812 Abls B
KT 902 A

KT 903 A, B
KT 904 A, B
KT 97 A, B
KT %08 A, B
KT 909 AbisT
KT 911 AbisT
KT912A,B
KT 913 A bisB
KT 916 A
KT917 A

KT 918 A, B
KTo9 A

‘KT 920 A bis B
KT 921 A
KT92Abis 3
KT 925 A bisT
KT 926 A

668

Seite

632

632

Typ
MIT 114

MIT 115
MIT 116

Dioden

AA1M1 A B
AH 101 A bis B,
AEH
AW 201 AbisT,
E. & HKA
AM301 AbisT :
AH 402B,T.E
TA 401

TA 401 AbisB
rMasA,B
'H 305 A, B
TH 307 A

TH 308 A bisK
TH 401-A, B
TH 403 A
A219 A
A220 A, B

A 223
A223A,B

A 242
A242A,B

A 243
J23A.B

A 245 %
A245A, B
A28
A28 A, B
Aar
A247B
A248F -

A 405
A405A,B

A 8166 bis J
AB7AbisT
AB1B8AbIsE
AKB1
JKB 2
JKB'3
AKB 4
AKB 5 M
AKB7M
AKH 1M
AKHU2M
AKC1M
AKC2M
AKCTM

KA 507 A bis B
KA 509 A bis B
KA 510 AbisE
KA 502 A bis J
KB 102 A bis I
KB 104 A bis [
KB105 A, B~
KB 107 A

KB 109 A bis [T
KB 110 A bisE
KBC111 A, B
KA105B bis T
KA 202A,B, J,
K MP

‘KA203Abis

KZ 204 A bis B

KZ 206 A bisB

KJ 208 A

KA 209 A bis B

KZz212A

KA213A,B -

K2 401 A, B
407 A

KJ 409 A

KAs12A

KA 514 A

KA 522 A, B

KH 102 A bis [,
& H

Seite

626

23383228858 8288883

8§88

640

641
641

639

Typ.

KC133 A
KC139 A
KC 147 A
KC 162 A
KC 168 B
KC170 A
KC175 A
KC 182 A
KC191 A
KC196 AbisT
KC210B
KC211Bbis
KC213B~
KC 433 A
KC 439 A
KC 447 A
KC 620 A
KC 630 A
KC 650 A
KC 680 A
KLI 407 A

Integriaﬁe
Schaltungen

-
1YT.402A, B
1¥T 405

100 KU 61
100 UJ 62 ~
100 HA 64
100 HE 36
100 HE 37
100 HE 60
100 UM 80
100 WIT 28
100 WM 29
100 MIT 79
100 UIT 81,
100 HIT &1
100 AB 06
100 AB 112
100 AE 11
100 AK 17
100 AK 20
100 AK 21
100 AA 10
100 AA 102
100 AM 01
100 AM 02
100 AM 05
100 AM 09
100 ATl 07
100 AT 15
100 AT 16
100 AIT 162
100 AC 18
100 AC 19
100 HP 400
-100 ITY 24
100 TIY 25
100 PE 49
100 PY 40
100 PY 44
100 PY 401
100 PY 402
100 TM 30
100 TM 31
100 TM 33
100 T™M 34
100 TM 73
100 TM 312
500 U] 54
500 UJ 61
500 UJ 62
500 UJ 64 .
500 UE 36 |
500 UE 37
500 UE'60
500 UM 80
500 MM 81

F1YT 971 A'bisB

Seite

639
639
639
639
639

639
639

639
639

639
639
639

638

658

665

23

25 (1976) H.19/20 radio fernsehen elektronik

ER3R23EC2B830230088888

Typ

500 HI1 79
500 MP #1
500 KIT 28
500 KIT 29
500 AB 112
500 AE 11
500 AK 17
500 AK 20
500 AK 21
500 AA 10
500 AA 102
500 AM 01
500 AM 02
500 AM 05
500 AM 09
500 ATl 07
500 ATI 15
500 Al 16
500 ATl 162
500 AC 18
500 AC 19
500 HP 00
500 MY 24
500 1Y 25
500 PE 49
500 PY 40
500 PY 44
500 PY 401
500 PY 402
500 TM 30
500 TM 31
500 TM 33
500 TM 34
500 TM 73
500 TM 312
K 1 AB 301

K1AB 302 -

K 1.AB 303
K 1 AB 304
K 1 AB 306

K1AB307

K 1 AB 308
K 1 AB 309
K 1 AB 3010
K1 AB 3
K1 AB 312
K1 AB 313
K1 AB 314
K1 AB 316

K1 AB 317

K1 AB 318
K 1 AB 319
K 1 AB 3110
K1 AB 331
K 1 AB 332
K1 AB 333
K 1 AB 334
K1AB 335
K1AB33s
K1 AB 337
K1 AB 338
K 1 AB 339
K 1 AB 3310
K1 AB 3311
K 1 AB 3312
K1 AB 3313
K 1 AB 3314
K 1 AB 3315
K 1 AB 3316
K1 AB 361
K 1. AB 362
K 1 AB 363
K 1 AB 364
K 1 AB 366
K 1 AB 367
K1 AB 348
K 1 AB 369
K 1 AB 3510

K 1 AB 551

K1AB552
K 1 AB 553

.| K1 AB 554

K 1 AB 555
K 1 AB 556

Seite

652

652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652

652
652
652
652
652
652

© 652
652

652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652

Typ

K 1 AB 557
K 1 AB 558
K 1 AB 5%
K1 AB 5510
K 1 AB 5511
K1 AB 5512
K 1 AB 5513
K 1 AB 5514
K 1 AB 5515
K 1 AB 5516
K 1 AB 581
K 1 AB 582
K 1 AE 583
K1AB 584
K 1 AB 586
K 1 AB 587
K1 AB 588
K 1 AB 589
K1 AB 5810
K 1.AB 765
K 1 AB 766
K1 AB 767
K1 AB 768
K1 AB 769
K 1.AB 7610
K 1 AB 7611
K 1 AB 7612
K 1 AIT 301
K1 Al 311
K 1 AIT 331
K 1 AIT 332
K1 AIl333

1 K1 AI 851

K 1 AIT 552
K 1 AIl 553
K1 A 761
K 1 AIT 764

] K1AP 301

K1 AP 303
K1 AP 304
K1 AP 305
K 1 AP306
K 1 AP 307
K1 AP 311
K1AP 313
K1AP 314

| K 1 AP 315

K1AP 316
K1 AP 317
K1 AP 331
K1 AP 332
K1 AP 333
K1 AP 334
K 17AP 335
K1 AP 336
K1 AP 337
K1 AP 338
K.1 AP 361
K1 AP 363
K1 AP 364
K1 AP 365
K1 AP 366
K1 AP 367

K1 AP 368

K1 AP 551
K1 AP 552
K 1 AP 553
K1 AP 554
K 1 AP 555
K 1 AP 556
K1 AP 557
K1 AP 558
K 1 AP 581
K 1 AP 583
K 1AP 584
K1 AP 585
K 1 AP 586
K 1 AP 587
K1 AP 588

K1HT 51 A bisH

K1 TK 311
K1TK 331
K1TK 332
K1 TK 361

i

Sealte

652
652
652
652
852
- 652
652
652
652

652

652
652
652

652

652

652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
663
652

652, 653
652, 653

652

Typ Selte
K1 TK 551 652, 653
K1 TK 552 652, 653
K 1 TK 581 652
K1 TK 761 ‘645
K1 TK 762 645
K1¥Cesn 865
K1YT42A,B 658
K1YT531A,B 663
K5HT 041 AbisB 666
KS5HT 082 AbisB 666
K5HTO043 AbisB 666
K5HT 044 AbisB 666
K5YC041 AbisB 666
K5YC042 A bisB . 666,
K140YJ8A, B 662
K 155 ME 1 652, 653

K 155 HE 2 652, 633

K 155 UE & 652, 653
K 155 UE § 652, 653
K155 HE 6 652
K155 HE 7 652
K 155 UE 8- 652
K 155 UM 1 652
K 155 UM 2 652
K155 HM 3 652
K155 1P 1 652
K1sspy 2 652
K155 TM 5 652
K155 TM 7 652
K176 AA 7 645
K176 AA 8 oy
K176 AA 9 645
K 176 AE 5 645
K176 AE 6 645
K 176 AE 10 645
K 176 ATl 1 645
K176 Al 4 645
K176 All 11 ° 645
K 176 All 12 645
K176 TM1 645
K176 TM 2 645
K511 AA 1 646
K511 AA 2 646
K511 AA 3 646
K511 AA 4 646
K511 AAS 646
K511 Y1 646
Ks1Iyz2 646



